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โมดูลที ่ 7 

 ตัวอปุกรณ์โซลทิสเตท 

คาํถามชุดที่ 1 
7-1-1. ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใดต่อไปน้ีท่ีทาํงานดว้ยการอาศยัหลกัการของการเคล่ือนท่ีของอีเลค็ทรอนต่างๆ        

ภายในวสัดุสารก่ึงตวันาํท่ีเป็นของแขง็ 

                ก. ทรานซิสเตอร์                                          ข. จงัชัน่ไดโอด 

                ค. ช้ินส่วนอุปกรณ์โซลทิสเตท                     ง. ถูกหมดทุกขอ้ 

7-1-2. ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ใดต่อไปน้ีเป็นวสัดุก่ึงตวันาํช้ินเลก็ๆท่ีซ่ึงสามารถผลิตฟังกช์ัน่การทาํงานต่างๆของ

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์                                                                                                                                                                                                                                                      

                ก. ซีเนอร์ไดโอด                                           ข. ไดโอดเปล่งแสง 

                ค. ไอซี                                                           ง. เฟท(FET) 

7-1-3.นิพจน์ (เทอร์ม)ในขอ้ใดต่อไปน้ี ถูกนาํมาใชเ้พ่ือลดค่าความตา้นทานใหล้ดลงเม่ืออุณหภูมิของสารก่ึงตวันาํเพ่ิมข้ึน 

               ก. ค่าสมัประสิทธ์ิ(ประสิทธ์ิผล) อุณหภูมิท่ีเป็นบวก 

               ข. ค่าสัมประสิทธ์ิ(ประสิทธ์ิผล) อุณหภูมลิบ 

               ค. ค่าสมัประสิทธ์ิ(ประสิทธ์ิผล) อุณหภูมิฟาราเดย ์

               ง. ค่าสมัประสิทธ์ิ(ประสิทธ์ิผล) อุณหภูมิท่ีค่าศูนย ์

7-1-4. นอกจากคุณสมบติัในการเรียงกระแส (เรคติไฟร์) แลว้  ซีลิเนียมยงัมี คุณสมบติัของการไวแสงดว้ย   ค่าความ

ตา้นทานของซีลิเนียมน้ีไดรั้บผลจากแสงอยา่งไร 

              ก. ค่าความต้านทานลดลง  เม่ือความเข้มแสงเพิม่ขึน้ 

              ข. ค่าความตา้นทานเพ่ิมข่ึน  เม่ือความเขม้แสงเพ่ิมข้ึน 

              ค. ค่าความตา้นทานจะน่ิงคงท่ีอยูท่ี่ค่าของมนัตลอดเวลาไม่วา่ความเขม้แสงจะแปรเปล่ียนไปอยา่งไรก็ตาม    

              ง. ค่าความตา้นทานน้ีไม่ม่ีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆกบัความเขม้แสงท่ีแปรเปล่ียน 

7-1-5. ธาตุชนิดหน่ึงท่ีมีความไวมากท่ีสุดของวสัดุก่ึงตวันาํ  คือ   แกลเลนา( Galena) แกลเลนาน้ีอยูใ่นรูปแร่คริสตอล

ของวสัดุใด 

              ก. คริปตอน(Krypton)                                 ข. บีสมธั(Bismuth) 

              ค. สตรอนเธียม(Strantium)                          ง. ตะกัว่ ซัลไฟด์ (Lead  sulfide) 

7-1-6.การคน้พบอะไรท่ีเป็นนยัสาํคญั  ท่ีทาํใหเ้กิดการฝ่าฝันผา่นอุปสรรคใ์นการพฒันา ช้ินส่วนอุปกรณ์ก่ึงตวันาํ 

ก. จงัชัน่ไดโอด 

ข. จงัชัน่ แบร์เรียร์ 

               ค. เซมิคอนดกัเตอร์ภายนอก (Extrinsic   semiconductor) 

               ง. ทรานซิสเตอร์แบบ พอยท์-คอนแทค 

7-1-7.  ช้ินส่วนอุปกรณ์ใดต่อไปน้ีถูกนาํไปใชง้านในการปรับคุม (เรคกเูลท) กาํลงัดนัของเพาเวอร์ซพัพลายท่ีระดบัท่ี

เท่ียงตรงมากๆ 

             ก. จงัชัน่ไดโอด                                                     ข. ทนัเนลไดโอด 

             ค. อีซากิไดโอด                                                     ง. ซีเนอร์ไดโอด 
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7-1-8.  ช้ินส่วนอุปกรณ์โซลิทสเตทขอ้ใดต่อไปน้ีมีทั้งขีดความสามารถทางเกนขยาย และการสวทิชอ์ยา่งรวดเร็ว 

             ก. ซีเนอร์ไดโอด                                                    ข. ทนัเนลไดโอด 

             ค. จงัชัน่ไดโอด                                                      ง. พอยต ์– คอนแทคไดโอด 

7-1-9. ขอ้เด่นขอ้ใดต่อไปน้ี (ถา้มี) ท่ีหลอดอีเลค็ทรอน มีเหนือ ช้ินส่วนอุปกรณ์ประเภทก่ึงตวันาํ 

             ก. มนัมีประสิทธ์ิผล (สมัประสิทธ์ิ) สูงกวา่            ข. มนัมีอายกุารใชง้านยาวนานกวา่ 

             ค. มนัมีราคาถูกกวา่                                                ง. ไม่มข้ีอใดถูก 

7-1-10. เม่ือเทียบกบัหลอดอีเลค็ทรอน ช้ินส่วนอุปกรณ์ก่ึงตวันาํมีขีดจาํกดัใดต่อไปน้ี 

             ก. อุปกรณ์กึง่ตวันํา ไวต่ออุณหภูมมิากกว่า 

             ข. อุปกรณ์ก่ึงตวันาํ  ถูกนาํไปใชง้านเพียงแค่เฉพาะกบัอุปกรณ์เรดาร์เท่านั้น 

             ค. อุปกรณ์ก่ึงตวันาํ มีความยุง่ยากต่อการปรับใหเ้ป็นผลิตภณัทเ์ชิงพานิช 

             ง. ถูกทุกขอ้ 

7-1-11. เราสามารถพบเห็นสสารในรูปใดไดบ้า้ง 

             ก. ของแขง็                                                             ข. ของเหลว 

             ค. ก๊าซ                                                                    ง. ถูกทุกข้อ 

7-1-12. สสารหน่ึงท่ีเราไม่สามารถแยกใหเ้ลก็ลงไปอีกไดน้ั้น เราเรียกวา่ 

             ก. ธาตุ                                                                    ข. สารผสม 

             ค. สารประกอบ                                                      ง. สารละลาย 

7-1-13. อะตอมหน่ึงๆท่ีเป็นอนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดท่ียงัคงดาํรงคุณสมบติัของสสารได ้คือ 

             ก. ธาตุ                                                                     ข. สารผสม 

             ค.ของผสม                                                              ง. สารละลาย 

7-1-14. โมเลกลุเป็นอนุภาคท่ีเลก็ท่ีสุดท่ียงัคงดาํรงคุณสมบติัของสสารใด 

             ก.ธาตุ                                                                     ข. สารผสม 

             ค. ของผสม                                                             ง. สารละลาย 

 7-1-15 ส่วนใดต่อไปน้ีของอะตอม มีประจุลบ และมวลเลก็ 

             ก. โปรตอน                                                              ข. อเีลค็ทรอน 

             ค. โปซิตรอน                                                            ง. นิวตรอน 

7-1-16. ส่วนใดต่อไปน้ีของอะตอม มีประจุบวก และมวลใหญ่ 

             ก. โปรตอน                                                              ข. อีเลค็ทรอน 

             ค. โปซิตรอน                                                            ง. นิวตรอน 

7-1-17. ส่วนใดต่อไปน้ีของอะตอม ไม่มีประจุไฟฟ้า 

             ก. โปรตอน                                                              ข. อีเลค็ทรอน 

             ค. โปซิตรอน                                                            ง. นิวตรอน 

7-1-18. วงนอกสุดของอะตอมหน่ึงๆ เราเรียกวา่ 

             ก. วงท่ีหน่ึง                                                               ข. วง M 

             ค. วงวาเลนซ์                                                             ง. วงยอ่ย 
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7-1-19. นิพจน์ ( เทอร์ม ) ใดต่อไปน้ีท่ีเราใชอ้ธิบาย ถึงอะตอมหน่ึงๆ ท่ีซ่ึงมีประมาณอีเลค็ทรอนมากกวา่ปริมาณปกติ

ของมนั 

             ก. ควอนตา้ (Quanta)                                          ข. การแตกตวั ( ไอออไนช์) 

             ค. ไอออนบวก                                                     ง. ไอออนลบ 

7-1-20. นิพจน์ ( เทอร์ม ) ใดต่อไปน้ีท่ีถูกจาํกดัความไวด้ว้ยกระบวนการรับอีเลค็ทรอนเขา้มา 

 หรือ การเสียอีเลค็ทรอนออกไป 

             ก. ควอนตา้ (Quanta)                                          ข. การแตกตวั ( ไอออไนช์) 

             ค. การสูญเสียพลงังาน                                         ง. พลงังานท่ีเหลืออยุ ่

7-1-21. เราไม่สามารถพบอีเลค็ทรอนในแถบใด 

             ก. แถบพลงังาน                                                   ข. แถบวาเลนซ์ 

             ค. แถบหวงห้าม                                                   ง. แถบนาํกระแส 

7-1-22. อะไรเป็นตวัตดัสินวา่สสารหน่ึงๆนั้นเป็น ฉนวน ก่ึงตวันาํ หรือ ตวันาํ 

             ก. ช่วงห่างระหวา่ง  แถบวาเลนซ์ กบั แถบหวงหา้ม 

             ข.ช่วงห่างระหว่าง  แถบนํากระแส กบั แถบวาเลนซ์ 

             ค.ช่วงห่างระหวา่ง  แถบนาํกระแส กบั แถบหวงหา้ม 

             ง. ช่วงห่างระหวา่ง  แถบแถบหวงหา้ม กบั ช่องพลงังาน (Energy Gap) 

คาํถามขอ้ท่ี 7-1-23. ถึง 7-1-24.  ใชรู้ปท่ี  7-1ก.เป็นภาพประกอบ 

 
รูปท่ี  7-1ก.   

7-1-23. ระดบัพลงังานระดบัใดในรูป 7-1ก.ท่ีถูกจาํแนกประเภทวา่เป็นฉนวนท่ีดีท่ีสุด 

             ก. A                                                                          ข. B 

             ค. C                                                                           ง. D 

7-1-24. เม่ือนาํฉนวนไปเปรียบเทียบกบัวสัดุก่ึงตวันาํ (1) ขอ้ใดต่อไปน้ีตอ้งการพลงังานนอ้ยท่ีสุดในการทาํใหอี้เลค็

ทรอนตวัหน่ึงเคล่ือนท่ีได ้(2) จุดใดในระดบัพลงังานในรูปท่ี 7-1ก. ท่ีอีเลค็ทรอนหนีออกจากมนัแลว้เดินทางไปยงัแถบ

นาํกระแส 

             ก. (1) กึง่ตวันํา       (2)  แถบว่าเลนซ์ 

             ข. (1) ฉนวน          (2)  แถบวา่เลนซ์ 

             ค. (1) ก่ึงตวันาํ       (2)  แถบหวงหา้ม 

             ง. (1) ฉนวน           (2)  แถบหวงหา้ม 

7-1-25 นิพจน”์ (เทอร์ม) ใดต่อไปน้ีประยกุตใ์ชก้บัขบวนการท่ีซ่ึงเหน่ียวร้ังใหอ้ะตอมอยูด่ว้ยกนัในผลึกแร่หน่ึงๆ 

             ก. ปรากฎการณ์  ชูลฮ ์(Suhl  effect)  ข. ซูเปอร์โพสซิซัน่ 

             ค. ช่วงรอยต่อเสีย                                          ง. การยดึเกาะกนัแบบวาเลนซ์ 
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7-1-26. การเคล่ือนท่ีของอีเลค็ทรอนต่างๆ ในสารก่ึงตวันาํหน่ึงๆท่ีมุ่งหนา้ ไปหากาํลงัดนัท่ีประยกุตน์ั้น ถูกจาํกดัความไว้

ดว้ยนิพจน์  (เทอร์ม) ใด 

             ก. โฮลไหล 

             ข. การนาํกระแสบวก 

             ค. การนาํกระแสลบ 

             ง. กระแสอเีลค็ทรอนไหล 

7-1-27. เม่ือมีการพดูกนัถึงทฤษฎีของสารก่ึงตวันาํ  นิพจน์ใดถูกนาํมาใชเ้พ่ือ อธิบายถึงกระแสท่ีไหลในสารก่ึงตวันาํน้ี 

             ก. โฮลไหล     ข. อีเลค็ทรอนไหล 

             ค. ทั้ง ก และ ข                                               ค. การเคล่ือนท่ีของอีเลค็ทรอนไหล 

7-1/28. ขบวนการใดท่ีเกิดข้ึนภายในสารก่ึงตวันาํท่ีทาํใหโ้ฮลไหล 

             ก. จุดแตกหัก( Breaking )  ของการยดึเกาะแบบโคเวเลนซ์ 

             ข. การรวมตวักนัของแถบวาเลนซ์ 

             ค. การงอของเน้ือวสัดุนั้นๆ 

             ง.  การแยกกระจายของอะตอมต่างๆ 

7-1-29. วสัดุชนิดหน่ึงท่ีซ่ึงมีจาํนวนคู่อีเลค็ทรอน – โฮลเท่าๆกนัและอีเลค็ทรอนกาํลงันาํกระแสเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็น

วสัดุก่ึงตวันาํชนิดใด 

             ก. ไม่บริสุทธ์ิ ( Extrinsic )                                     ข. บริสุทธ์ิ ( Intrinsic ) 

             ค. ชนิด -  N                                                         ง. ชนิด – P 

7-1-30. ขบวนการรวมสารต่างๆ ท่ีไม่บริสุทธ์ิไปเป็นผลึกแร่  (คริสตอล) เป็นท่ีรู้จกักนั ในช่ือนิพจน์ ( เทอร์ม )ใด 

             ก. การประจุ ( การชาร์จ )                                      ข.  การโด๊ป ( Doping ) 

             ค. การลบัฝน ( Honing )                                        ง. กระบวนการประมวลผล  ( โปรเซสซ่ิง ) 

7-1-31. เม่ือการโด๊ป(Doping)ทาํใหจ้าํนวนอีเลค็ทรอนอิสระ ในสารก่ึงตวันาํเพ่ิมข้ึน สารไม่บริสุทธ์ิ 

          ชนิดใดท่ีถูกเติมเขา้ไป 

             ก. ชนิด  - E                                                      ข. ชนิด –N 

             ค. ชนิด  - O                                                         ง.  ชนิด - P             

7-1-32. สารก่ึงตวันาํท่ีโด๊ปดว้ยสารไม่บริสุทธ์ิ  สารหนู (อาร์เซนิค) พลวง (แอนต้ีโมน่ี) และ บีสมสั (Bismuth)ถูก                     

จาํแนกประเภทไวเ้ป็นสารไม่บริสุทธ์ิชนิดใด 

             ก. แอคทีฟ                                                          ข. นิวทรอล (เป็นกลาง) 

             ค. ไทรวาเลนซ์ (Trivalence)                              ง. เพนตะวาเลนซ์(Pentavalent) 

7-1-33. ในสารก่ึงตวันาํชนิด- P พาหะขา้งมากของมนัคือ 

             ก. อีเลค็ทรอน                                                               ข. โฮล 

             ค. อะตอมท่ีไม่แอคทีฟ                                                 ง. อะตอมเฉ่ือย 

7-1-34. จุดประสงคข์องไดโอดแบบรอยต่อ P-N (P-N  junction  diode) คือ 

             ก. เรียงกระแส (เรคตไิฟร์)อย่างเดยีวเท่านั้น 

             ข. ขยายอยา่งเดียวเท่านั้น 

             ค. ทั้งเรคติไฟร์และเรียงกระแส 

             ง. สวทิชส์ลบัไป – มา 
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7-1-35. ในไดอะแกรมแผนภูมิของไดโอดแบบรอยต่อ P-N สญัลกัษณ์ใดต่อไปน้ีใชแ้สดงวา่เป็นคาโถด 

             ก. หวัลูกศร                                                                  ข. วงกลม 

             ค. เส้นแนวตั้ง                                                              ง. เสน้นอน 

7-1-36. รหสัตวัอกัษร และ ตวัเลขกลุ่มใดบอกวา่น่ีคือไดโอด  เรียงกระแสแบบคริสตอลตวัท่ี 3 ในวงจรหน่ึงๆ 

             ก. CR 3                                              ข. DR 3 

             ค. RD 3                                              ง. CRD 3 

7-1-37. สญัลกัษณ์ ใดต่อไปน้ีเป็นสญัลกัษณ์ของไดโอดแบบ รอยต่อ P-N 

ก.                  ข.    

ค.     ง.  

 

 

7-1-38. การเติมสารไม่บริสุทธ์ิหน่ึงลงไปแทนสารไม่บริสุทธ์ิ ท่ีตรงกนัขา้มกนัในสารก่ึงตวันาํหน่ึงๆ แลว้ละลายใหเ้ป็น

เน้ือเดียวกนั  เป็นการสร้างจุดเช่ือมต่อกนัของสารก่ึงตวันาํแบบใด 

             ก. การปลูกรอยต่อ(Grown  junction)               ข. รอยต่อแบบเจือผสม(Alloy)  

             ค. รอยต่อแบบร้ัวกาํแพง(Barrier junction)           ง. รอยต่อภายใน 

7-1-39. การยดึเกาะท่ีสมบูรณ์หน่ึงๆตรงรอยต่อของวสัดุไดโอด 2 ชนิด เป็นส่ิงสาํคญัท่ีเสริมเหตผุลใดต่อไปน้ี 

             ก. มนัเป็นจุดทึซ่ึ่งการเรียงกระแส ( เรคตไิฟร์ ) เกดิขึน้ 

             ข. มนัเป็นจุดท่ีซ่ึงการขยายเกิดข้ึน 

             ค. มนัเป็นจุดโครงสร้างหลกั จากจุดท่ีซ่ึงทาํใหไ้ดโอดแขง็แรงท่ีสุด 

             ง. ถูกทุกขอ้ 

7-1-40. กระแสท่ีไหลในลวดทองแดงเสน้หน่ึง เราสามารถนาํไปเปรียบเทียบกบักระแสไหลในวสัดุก่ึงตวันาํชนิดใดได ้

             ก. ชนิด  N อย่างเดยีวเท่านั้น                                          ข. ชนิด P อยา่งเดียวเท่านั้น 

      ค. ทั้งชนิด N และ P                                                      ง. ทุกชนิด 

7-1-41. อะไรคือประจุไฟฟ้าโดยรวมของวสัดุชนิด –N ในสารก่ึงตวันาํ 

       ก. ศูนย์                                                                              

ข. มีค่าเป็นลบเลก็นอ้ย 

             ค. มีค่าเป็นบวกเลก็นอ้ย 

ง.ข้ึนอยูก่บัความสมดุลของอีเลค็ทรอนต่างๆวา่มนัจะเป็นบวกหรือลบ 

7-1-42. อะไรคือประจุไฟฟ้าโดยรวมของวสัดุชนิด P ในสารก่ึงตวันาํ 

       ก. ศูนย ์                                                                             

             ข. มีค่าเป็นลบเลก็นอ้ย 

             ค. มีค่าเป็นบวกเลก็นอ้ย 

             ง.ขึน้อยู่กบัความสมดุลของอเีลค็ทรอนต่างๆว่ามนัจะเป็นบวกหรือลบ 
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7-1-43. อะไรเป็นเหตุใหก้ระบวนการท่ีเรียกวา่ การรวมรอยต่อข้ึนใหม่ ( Junction – recombination ) เกิดข้ึนไดเ้ม่ือวสัดุ

ชนิด P กบั  ชนิด N ถูกเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั  

             ก. การฟุ้งซ่านกระจายของอเีลค็ทรอนต่างๆ และโฮลต่างๆทีก่าํลงัเคล่ือนทีข้่ามรอยต่อไปยงัวสัดุทั้ง 2 ชนิด 

             ข. การผลิตความร้อนท่ีซ่ึงเป็นเหตุทาํใหอี้เลค็ทรอนรุกกระหนํ่าเขา้หาโฮลตรงรอยต่อ 

             ค. พฒันาการของสนามไฟฟ้าสถิตยห์น่ึงๆในแต่ละฝ่ังของรอยต่อ 

             ง. การสูญเสียอีเลค็ทรอนไปยงัจุดส้ินสุดรอยต่อ ( Depletion  region) 

7-1-44. หลงัจากท่ีขบวนการรวมรอยต่อข้ึนใหม่ไดม้าถึงสภาวะคงท่ีของมนั   พ้ืนท่ีซ่ึงลอ้มรอบรอยต่อน้ี เรียกวา่อะไร 

             ก. อาโนด                                                            ข. ช่องวา่งสาํหรับไอออนอิสระ 

             ค. จุดส้ินสุดรอยต่อ                                                  ง. สนามไฟฟ้าสถิต 

7-1-45. กาํลงัดนัค่าหน่ึงๆท่ีประยกุตใ์หก้บัรอยต่อ  P-N จนกระทัง่มนัทาํใหร้ั้วกาํแพง ( Barrier )  ทางรอยต่อลดลง และ

ช่วยใหก้ระแสไหลไดน้ั้นเป็นการไบแอสแบบใด 

             ก. แบบไม่ตรง(Indirect)                                    ข. แบบกลบัทาง(Reverse) 

             ค. แบบถูกทาง(Forward)                                 ง. แบบตรง(Direct) 

7-1-46. ในรอยต่อ P-N ท่ีไดรั้บการไบแอสแบบถูกทาง   เม่ืออีเลค็ทรอนหน่ึงๆเคล่ือนท่ีออกจากขั้วลบของแบตเตอร่ี 

และมาเขา้ท่ีวสัดุชนิด N มนัจะกลายมาเป็นพาหะชนิดใด 

             ก. แบบห่วง ( ลูป๊ )                                                    ข. สญัญาณ 

             ค. ข้างมาก                                                                 ง. ขา้งนอ้ย 

7-1-47. ภาพใดต่อไปน้ีเป็นภาพแสดงรอยต่อ P-N ท่ีไบแอสแบบถูกทาง อยา่งถูกตอ้ง ( จาํนวนเซลลใ์นแบตเตอร่ีแสดง

ถึงกาํลงัดนัท่ีประยกุต ์) 

        

ก.    ข.  

  ค.    ง.  

7-1-48.ในรอยต่อ P-N  การกระทาํใดต่อไปน้ีจะทาํใหจ้าํนวนของพาหะขา้งมากเพ่ิมข้ึน และ ทาํใหก้ระแสไหลในสภาวะ

ไบแอสถูกทางเพ่ิมข้ึน 

             ก. เพ่ิมขนาดของวสัดุ P ใหใ้หญ่ข้ึน                          ข. ลดขนาดของวสัดุ P ใหเ้ลก็ลง 

             ค. เพิม่กาํลงัดนัแบตเตอร่ีขึน้                                       ง. ลดกาํลงัดนัแบตเตอร่ีลง        

7-1-49. กาํลงัดนัค่าหน่ึงๆท่ีประยกุตใ์หก้บัรอยต่อ P-N จนกระทัง่มนัทาํใหร้ั้วกาํแพงท่ีรอยต่อกวา้งข้ึนและมีผลทาํให้

ความตา้นทานต่อการไหลของกระแสสูงข้ึนนั้นเราเรียกวา่การไบแอสแบบใด 

             ก. แบบตรง( Direct )                                           ข. แบบถูกทาง( Forward ) 

             ค. แบบกลบัทาง( Reverse )                               ง. แบบไม่ตรง( Indirect ) 

7-1-50. เม่ือขั้วลบของแบตเตอร่ีลูกหน่ึงต่ออยูก่บัสารชนิด P และขั้วบวกต่ออยูก่บัสารชนิด N การต่อดงักล่าวเป็นการต่อ

ไบแอสชนิดใด 

             ก. ไบแอสดว้ยตวัมนัเอง (Self bias )                       ข. ไบแอสถูกทาง 
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             ค.  ไบแอสกลบัทาง                       ง. ไบแอสสลบั 

7-1-51. อะไรเป็นตวัช่วยเก่ียวกบัขอ้มูลข่าวท่ีคาํนึงถึงความสมัพนัธ์ทางกาํลงัดนั กบักระแสของไดโอดแบบรอยต่อ P-N 

อยา่งดีสาํหรับคุณ 

             ก. สีท่ีตวัไดโอด                                                            ข. แถบรหสัสีบนตวัไดโอด 

             ค.ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีพิมพติ์ดอยูท่ี่ตวัไดโอด                        ง. กราฟเชิงเส้นทีแ่สดงคุณสมบัตขิองตวัไดโอด 

ใชรู้ปท่ี 7-1ข. สาํหรับตอบคาํถามขอ้ 7-1-52.  ถึง 7-1-55. 

   
    รูปท่ี 7-1ข. 

7-1-52 .วงจรในรูปท่ี 7-1ข. เป็นวงจรชนิดใด 

             ก. เรคติไฟร์แบบเตม็คล่ืน                                              ข. เรคตไิฟร์แบบคร่ึงคล่ืน 

             ค. วงจรขลิบขอบ ( คลิปเปอร์ )                                      ค. วงจรตดัขอบ ( แคลม้เปอร์ ) 

7-1-53. ถา้อินพทุเหมือนท่ีแสดงในภาพของรูปท่ี 7-1ข.    เอาทพ์ทุในขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นเอาทพ์ทุท่ีถูกตอ้งของวงจร 

             ก.    ข.   

             ค.                     ง.  

7-1-54.เอาทพ์ทุต่อไปน้ีควรจะเป็นเอาทพ์ทุท่ีถูกตอ้งเม่ือมีสญัญาณอินพทุ เอ.ซี.  คล่ืนไซน์ประยกุตเ์ขา้มา  2 ไซเกิล 

             ก.    ข.   

             ค.    ง.  

7-1-55. หนา้ท่ีของ RL คือ 

             ก. จาํกดัปริมาณของกระแสท่ีไหลในวงจรน้ี              ข. ยกระดบัสญัญาณเอาทพ์ทุ  

             ค .ถูกทั้ง ก. และ ข.                                                      ง. คอยรักษากาํลงัดนัไบแอสท่ีคาโถดใหถู้กตอ้งตลอดเวลา 

                                 

                                                                                                                                                                                          

ตอบคาํถามขอ้ท่ี 7-1-56. และ 7-1-57.ใชรู้ปท่ี 7-1 ค.เป็นภาพประกอบ  
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     รูปท่ี 7-1 ค.                                                                                                                       

7-1-56. วงจรท่ีแสดงอยูใ่นรูปท่ี 7-1ค.เป็นวงจรชนิดใด 

             ก. เรคติไฟร์คร่ึงบวกของคล่ืน                                      ข. เรคตไิฟร์คร่ึงลบของคล่ืน 

             ค. เรคติไฟร์เตม็คล่ืน                                                    ง. วงจร คลิปเปอร์ 

 

7-1-57. จากอินพทุท่ีแสดงในรูปท่ี 7-1ค. เอาทพ์ทุใดต่อไปน้ีควรจะเป็นเอาทพ์ทุท่ีถูกตอ้ง 

             ก.    ข.   

             ค.     ง.  
7-1-58. ถา้ความถ่ีท่ีอินพทุเขา้วงจรเรคติไฟร์วงจรน้ีคือ 120 เฮิร์ท ความถ่ีเอาทพ์ทุของ ดี.ซี.ท่ีเรคติไฟร์แลว้คือความถ่ีใด 

             ก.  30 พลัส์- ไซเกิล                                                       ข. 60 พลัส์ -  ไซเกิล 

             ค.  120 พลัส์ – ไซเกลิ                                                    ง. 240 พลัส์ – ไซเกิล 

7-1-59. ทาํไมแผน่เพลทของตวัเรคติไฟร์แบบโลหะจึงมีลกัษณะเหมือนปล่อง 

             ก. เพ่ือระบายความร้อน                                                ข. เพ่ือใหใ้ชไ้ดม้ากกวา่ 1 วงจร 

             ค. เพ่ือป้องกนัแรงดนัพงักลบัทาง                                 ค. เพ่ือรับมือกบักระแสสูงๆ 

7-1-60. ตวัเรคติไฟร์ชนิดใดต่อไปน้ีถูกนาํมาใชแ้ทนตวัเรคติไฟร์แบบซิลิเนียมแบบเก่าท่ีใหญ่โตเทอะทะ 

             ก. ตวัเรคติไฟร์แบบทองแดงออ๊กไซด ์                         ข. ตวัเรคติไฟร์คร่ึงคล่ืน 

             ค. ตวัเรคติไฟร์แบบตวัถงัโลหะ                                    ง. ตวัเรคตไิฟร์แบบซิลกิอน 

7-1-61. ไดโอดสญัญาณ ( Signal  Diode ) ถูกนาํมาใชง้านเพ่ือจุดประสงคใ์ด 

             ก. เป็นตวัมิกเซอร์                                                          ข. เป็นสวทิซ์ 

             ค. เป็นดีเทคเตอร์                                                           ง. ถูกหมดทุกข้อ 

7-1-62 ไบแอสชนิดใดทาํใหไ้ดโอดทาํตวัเป็นสวติซ์ท่ีเปิดวงจร 

             ก. ไบแอสตรง (Direct)                                              ข.ไบแอสกลบัทาง (Reverse) 

             ค. ไบแอสถูกทาง (Forverse)                                    ง. สวทิซ่ิง 

7-1-63 เอกสารคุณสมบติัมาตรฐานสาํหรับไดโอดมีขอ้มูลข่าวสารอะไรบรรจุอยู ่

             ก. คาํอธิบายสาํหรับไดโอดตวัน้ีอยา่งคร่าวๆ                 ข. การประยกุตส์ใชไ้ดโอดตวัน้ี 

             ค. รูปลกัษณ์พิเศษของไดโอดตวัน้ี                                  ง. ถูกหมดทุกข้อ 

คาํถามขอ้ท่ี  7-1-64. ถึง 7-1-66. ใหจ้บัคู่สญัญลกัษณ์ตวัอกัษรทางไฟฟ้าของไดโอดเรคติไฟร์ในแถวซา้ยมือ เขา้กบั คาํ

จาํกดัความทางดา้นซา้ยมือ 

                                         

7-1-64. กาํลงัดนั  ดี ซี  กลบัทางสูงสุดท่ีซ่ึงจะไมท่าํใหไ้ดโอดพงั (ก)                                   ก. VR 

7-1-65. กระแสสูงสุดท่ีระบุไวส้าํหรับจาํนวนของไซเกิลหรือส่วนของ 1 ไซเกิล  (ข)         ข. I surge 

7-1-66. กระแสกลบัทางเฉล่ียท่ีอุณหภูมิท่ีระบุตามปกติแลว้ 60 เฮิร์ท  (ง)                            ค. IF(AV)                         

                                                                                                                                       ง. IR(AV) 

7-1-67. คู่ไดโอดท่ีเหมาะส่วนกนัจะถูกระบุหรือแสดงไวด้ว้ยกลุ่มตวัเลขในขอ้ใด 

             ก. 2N 325                                                                   ข. 1 325 C 
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             ค. 2N 325 M                                                               ง. 1N 325 M 

7-1-68. กลุ่มตวัอกัษร  3N 345 จะระบุวา่อุปกรณ์ก่ึงตวันาํเป็นชนิดใด 

             ก. ไดโอด                                                                     ข. ทรานซิสเตอร์ 

             ค. เททโทรดทรานซิสเตอร์                                          ง. ถูกทุกขอ้ 

7-1-69. ไดโอดชนิดใดมีแถบสีเขียว     นํ้ าเงิน   และสม้ 

             ก. 1N 463                                                                   ข. 1N 572 

             ค. 1N 633                                                                    ง. 1N 563 

7-1-70. อนัตรายท่ีสาํคญัลาํดบัตน้ๆของไดโอดก่ึงตวันาํ คือ ความร้อน  กระแสท่ีสูงเกินไปท่ีมีสาเหตุมาจากความร้อนใน

ขอ้ใด ท่ีซ่ึงในไม่ชา้จะทาํใหไ้ดโอดตวัน้ีพงัเราเรียกวา่อะไร 

             ก. การโอเวอร์โหลดท่ีรอยต่อ (Junction   overload) 

             ข. หนีความร้อนไม่ทนั ( Run  away) 

             ค. ปฏิกิริยาความร้อนพลาสติก( Thermoplastic   action) 

             ง. การแพร่ไอออนซ์ดว้ยความร้อน  (Thermiomic  emission) 

7-1-71. เม่ือเปล่ืยนไดโอดตวัหน่ึงลงในวงจรๆหน่ึง  ขอ้ควรระวงัเบ้ืองตน้ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีคุณควรจะตอ้งระมดัระวงั เเละ 

สงัเกตุใหดี้ในระหวา่งการถอดไดโอดออกจากวงจรน้ี 

ก.ห้ามงดัไดโอดออกจากวงจร    

             ข.ขณะถอดไดโอดอยา่ใชค้วามร้อนมากเกินไป 

             ค.หา้มถอดไดโอดออกจากวงจรในขณะท่ียงัมีกาํลงัดนัประยกุตใ์หก้บัวงจรน้ี 

             ง.ถูกทุกข้อ 

7-1-72.ในขณะท่ีคุณกาํลงัเช็คไดโอดดว้ยโอห์มมิเตอร์ การวดัคร้ังเเรกของคุณ(ถูกทาง)คือการอ่านคา่ความตา้นทานตํ่า   

เเละการวดัคร้ังท่ี 2 ของคุณคือ (กลบัทาง) ก็อ่านไดค้่าตํ่าเหมือนเดิม  คุณจะบอกไดไ้หมวา่ไดโอดตวัน้ีเป็นอะไร 

ก. มนัขาด 

ข. มนัชอร์ท 

ค. ดี 

ง. ร่ัว 

7-1-73. อตัราส่วนตามปกติจากหนา้-ไป-หลงั (จากวดัไบเเอสถูกทาง เเลว้ก็วดัไบเเอสกลบัทาง) ของ((1) เพาเวอร์เรคติ

ไฟร์   (2) ไดโอดสญัญาณ 

             ก.   (1)    10:1         (2) 50:1 

             ข.   (1)    10:1         (2)  300:1 

 ค.   (1)    300:1       (2)  10:1 

              ง.   (1)     300:1       (2)  50:1 

7-1-74.การตรวจสอบ(ทดสอบ) ใดต่อไปน้ี  ท่ีซ่ึงนาํไปใชเ้ช็คไดโอดไดดี้ท่ีสุด 

ก.  การเช็คความตา้นทานไบเเอสถูกทางเเละไบเเอสกลบัทางดว้ยโอห์มมิเตอร์ 

ข.  เปล่ียนไดโอดตวัใหม่เเทนตวัท่ีน่าสงสยั 

ค. เช็คไฟฟ้าไดนามคิด้วยชุดทดสอบไดโอด 

ง. เช็คความตา้นทาน ถูกทาง เเละกลบัทางดว้ยโอห์มมิเตอร์ต่างกนั 2 ตวั 
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คาํถามชุดที่ 2  
7.2.1 นิพจน์ (เทอร์ม) อะไรท่ีใชก้บัสารก่ึงตวันาํท่ีมี 3 ขาหรือมากกวา่ 3 ขา 

ก. ไดโอด 

ข.  ทรานซิสเตอร์ 

ค. ไดโอด-คู ่

ง. พอยต ์– คอนเเทค 

7.2.2 นิพจน์ (เทอร์ม) คาํวา่  ทรานซิสเตอร์ ไดม้าจากคาํไดต่อไปน้ี 

ก. ความตา้นทาน กบั การเก็บประจุ   (Resistance and Capacitance) 

ข. ทรานฟอร์มเมอร์  กบั  ตวัตา้นทาน  (Transformer and Resister) 

ค. ตวัตา้นทาน กบั ทรานฟอร์มเมอร์   (Resister and Transformer) 

ง. การส่งถ่าย กบั ตวัต้านทาน    (Transfer and Resister) 

7.2.3 ขาทั้ง 3 ขาของทรานซิสเตอร์มีอะไรบา้งง 

ก. อาโนด  เบส  คอลเลคเตอร์   

ข. คาโถด   เบส   เเละคอลเลคเตอร์ 

ค. อมิเิตอร์   คอลเลคเตอร์    เเละ เบส 

ง. คอลเลคเตอร์   อีมิเตอร์        เเละคาโถด 

7.2.4 ในทรานซิสเตอร์ตวัหน่ึง  การไหลของพาหะกระเเสจะถูกควบคุมโดยขาใด 

ก. อีมิเตอร์ 

ข. คอลเลคเตอร์ 

ค. ทั้ง ก เเละ ข 

ง. เบส 

7.2.5 ในเเผนภูมิทรานซิสเตอร์ตวัหน่ึง อะไรท่ีถูกระบุโดย (1) เสน้มุมพร้อมหวัลูกศรเเละ(2)ทิศทางของหหวัลูกศร 

ก. (1) คาโถด  (2) ทิศทางท่ีกระเเสไหล 

ข. (1) เบส       (2) ทิศทางท่ีกระเเสไหล 

ค. (1) อมีเิตอร์   (2)ชนิดของทรานซิสเตอร์ 

ง. (1) คอลเลคเตอร์    (2)ชนิดของทรานซิสเตอร์ 

 

 

 

7.2.6        ไดมี้การนาํเอาทรานซิสเตอร์เเบรอยต่อมาเปล่ียนใชง้านเเทนทรานซิสเตอร์เเบบ พอยต-์คอนเเทค  เน่ืองดว้ย

เหตผุลใด 

ก. ทรานซิสเตอร์เเบบรอยต่อมีการรบกวนตํ่ากวา่ 

ข. ทรานซิสเตอร์ เเบบรอยต่อรับมือกบักาํลงังานท่ีสูงกวา่ได ้   

ค. ทรานซิสเตอร์เเบบรอยต่อจ่ายกระเเสไดสู้งกวา่ เเละมีเกณฑข์ยายกาํลงัดนัสูงกวา่ 

ง. ถูกทุกข้อ 

7.2.7  จาํนวนรอยต่อ  P-N ทั้งหมดในทรานซิสเตอร์ 1 ตวัมีอยูก่ี่จุด 



ตวัอุปกรณ์โซลิทสเตท                                              อล.กฟก.1    ก.พ.49                                      หนา้ 1 จาก 

ก.       1   จุด 

ข.       2   จุด 

ค.       3   จุด  

ง.       4   จุด 

7.2.8 รอยต่อทั้ง  2  จุด  ของทรานซิสเตอร์มีช่ืออะไรบา้ง 

ก. อีมิเตอร์-เบส  เเละ  อีมิเตอร์-คอลเลคเตอร์ 

ข. อีมิเตอร์-คอลเลคเตอร์  เเละ  เบส-คอลเลคเตอร์ 

ค. อีมิเตอร์- เบส  เเละ  คอลเลคเตอร์-อีมิเตอร์ 

ง. อมีเิตอร์- เบส เเละ เบส-คอลเลคเตอร์ 

7.2.9 ดว้ยการไบเเอสใหท้รานซิสเตอร์ตวัหน่ึงเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง  ความตา้นทานสมัพนัธ์ของ(1)รอยต่อีมิเตอร์-เบส 

เเละ(2) รอยต่อเบส- คอลเลคเตอร์ ควรจะมีค่าอยา่งไร 

ก.     (1)   สูง   (2)   ต ํ่า 

ข.     (1)   สูง   (2)   สูง 

ค.     (1)   ต ํ่า   (2)   ต ํ่า 

ง.     (1)   ตํา่   (2)   สูง 

7.2.10 สาํหรับการทาํงานปกติของทรานซิสเตอร์ตวัหน่ึง  ไบเเอสของ(1) รอยต่ออีมิเตอร์ – เบส เเละ (2) รอยต่อเบส-

คอลเลคเตอร์ควรจะไดไ้บเเอสเเบบไหน 

ก.     (1)   ไบเเอสถูกทาง   (2)   ไบเเอสกลบัทาง 

ข.     (1)   ไบเเอสถูกทาง   (2)   ไบเเอสถูกทาง 

ค.     (1)   ไบเเอสกลบัทาง   (2)   ไบเเอสถูกทาง 

ง.     (1)   ไบเเอสกลบัทาง   (2)   ไบเเอสกลบัทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการตอบคาํถามในขอ้  7-2-11 ถึง 7-2-15  ใหใ้ชรู้ปท่ี 7-2A เป็นภาพประกอบใหจ้บัคู่สญัลกัษณ์  เขา้กบันิพจน ์

 (เทอร์ม) ท่ีใหไ้วใ้นคาํถาม 
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1.   Ic  5.   Vbb 

  2.   Ib  6.   Vceo 

  3.   Ie  7.   Veb 

  4.   Vcc  8.  Icbo 

7.2.11 สญัลกัษณ์สาํหรับกระเเสเบส 

ก. 8 ข.   4 ค.   3 ง.   2 

7.2.12 สญัลกัษณ์สาํหรับกระเเสคอลเลคเตอร์ 

ก.   1 ข.   3 ค.   7 ง.   4 

7.2.13 สญัลกัษณ์สาํหรับกระเเสอีมิเตอร์ 

ก.   2 ข.   3 ค.   4 ง.   6 

7.2.14 สญัลกัษณ์สาํหรับกาํลงัดนัท่ีประยกุตใ์หค้อลเลคเตอร์ 

ก.   3 ข.   4 ค.   5 ง.   6 

7.2.15 สญัลกัษณสาํหรับกาํลงัดนัท่ีประยกุตใ์หเ้บส 

ก.   5 ข.   6 ค.   7 ง.    8 

7.2.16 ในทรานซิสเตอร์ตวัหน่ึง  เปอร์เซ็นตข์องกระเเสสุทธิท่ีไหลผา่นขาอีมิเตอร์คือ 

ก.   100 ข.   98 ค.   60 ง.   5 

7.2.17    พาหะกระเเสขา้งมาก ใน(1) ทรานซิสเตอร์  PNP  คืออะไร   เเละ(2) ทรานซิสเตอร์  NPN คืออะไร 

 ก.   (1)   โฮล  (2)   โฮล 

 ข.   (1)   โฮล  (2)   อีเลค็ทรอน 

 ค.   (1)   อเีลค็ทรอน (2)   โฮล 

 ง.   (1)   อีเลค็ทรอน (2)   อีเลค็ทรอน 

7.2.18    กระแสในทรานซิสเตอร์จะไดรั้บผลอยา่งไรถา้ Vbb ถูกไบแอสตรงเพ่ิมข้ึน 

               ก.  กระแส เบส   กระแสอิมิเตอร์   กระแสคอลเลคเตอร์ จะลดลง 

               ข.  กระแสเบสเพ่ิมข้ึน   กระแสอิมิเตอร์ และ กระแสคอลเลคเตอร์จะลดลง 

               ค.  กระแสเบสเพิม่ขึน้   กระแสอมิเิตอร์ลดลง  กระแสคอลเลคเตอร์เพิม่ขึน้ 

               ง.   กระแสเบส   กระแสอิมิเตอร์   กระแสคอลเลคเตอร์ เพิ่มข้ึน 

7.2.19 ตวัอุปกรณ์ใดท่ีสามารถทาํใหก้ระแส  หรือ  กาํลงัดนั  หรือ  กาํลงังาน ของสญัญาณเพ่ิมข้ึนไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้ง 

แกไ้ขสญัญาณเดิม 

               ก.  ไดโอด                            ข.   ตวัขยาย 
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               ค.   ออสซิลเลเตอร์                    ง.   เพาร์เวอร์ซพัพลาย 

7.2.20     ตวัตา้นทานท่ีไบแอสตรงระหวา่งรอยต่อของ  อิมิเตอร์ กบั เบส  ของทรานซิสเตอร์มีสญัญลกัษณ์ใดต่อไปน้ี 

               ก.  RT                                      ข.  Rg                                          ค.   Rl                                             ง.  RB 

7.2.21     ตวัตา้นทานโหลดของคอลเลคเตอร์มีสญัญลกัษณ์อยา่งไร 

                ก.  RT                                      ข. Rg                                          ค.   Rl                                             ง.  RB 

7.2.22 ในสภาวะสงบของวงจรทรานซิสเตอร์สญัญลกัษณ์ Vc  แสดงถึงอะไร 

ก.  กาํลงัดนัเล้ียงคอลเลคเตอร์                               ข.   กาํลงัดนัคอลเลคเตอร์ 

ค.  เกณฑข์ยายกระแส                                            ง.   กาํลงัดนัตวัเก็บประจุ 

                                                ใชรู้ปท่ี 7.2B  ตอบคาํถามขอ้ 7.2.23-26 

                                            
     รูปท่ี 7.2B   

 

 

7.2.23 จุดประสงคข์อง Cc คืออะไร 

ก. เพ่ือเป็นเส้นทางออ้มผ่านสัญญาณ AC ลงกราวด์ 

ข.  เพ่ือจดัไบแอสใหก้บัภาคก่อนหนา้น้ี 

ค. เพ่ือเช่ือมต่อสญัญาณอินพทุใหว้งจรขยายของวงจรน้ี 

ง. เพ่ือป้องกนัการแปรเปล่ียนทาง AC ต่าง ๆ บนเบส 

7.2.24 เม่ือส่วนท่ีเป็นบวกของสญํญาณอินพทุถูกประยกุตเ์ขา้มาท่ีจุด A จะมีอะไรเกิดข้ึนกบัไบแอสบนเบส 

ของทรานซิสเตอร์ตวัน้ี 

               ก.  ไบแอสเพิม่ขึน้                                ข.  ไบแอสลดลง 

               ค.  มนัยงัคงดาํรงคอ์ยูท่ี่ค่าสงบของมนั                ง.  ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

7.2.25 เม่ือช่วงท่ีเป็นบวกของสญัญาณอินพทุถูกจ่ายเขา้มาท่ีจุด A อะไรจะเกิดข้ึนกบักระแสท่ีไหลผา่น RL 

ก.  ไหลเพิม่ขึน้                                        ข.  ไหลนอ้ยลง 

ค.  คงท่ี                                                 ง.  ไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

 

 

 

7.2.26 ม่ือสญัญาณท่ีเหมือนกบัท่ีแสดงไวต้รงจุด A ถูกประยกุตเ์ขา้มาท่ีเบสของ Q1 สญัญาณในขอ้ใดต่อไปน้ี 

จะเกิดข้ึนท่ี เอา้ทพ์ทุของวงจรน้ี 
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ก .     ข.   

ค.    ง.  

7.2.27      การไบแอสแบบใดท่ีช่วยทาํใหไ้บแอสเบสดาํรงอยูท่ี่ค่าคงท่ีได ้และมีส่วนช่วยต่อการปรับปรุงเสถียรภาพ 

                ทางความร้อนดว้ย 

                ก.ไบแอสดว้ยตวัมนัเอง ( self-bias )       ข.ไบแอสตายตวั ( fisbed-bias ) 

                  ค.ไแอสลูกผสม ( combination-bias )     ง.ถูกทุกขอ้ 

 ในการตอบคาํถามขอ้ท่ี 7.2.28 ถึง 7.2.34 ใชรู้ปท่ี  7- 2 C เป็นภาพประกอบ 

 

 

Figure 2C.-A transistor amplifier. 

7.2.28 ตวัตา้นทานตวัใดเป็นตวัตา้นทานไบแอสตายตวั  (Fixed  biase) 

ก.  R1 and RL     ข.  R1 and R3    

ค.  R1 and R2     ง.   R2 and R3  

7.2.29 ตวัตา้นทานตวัใดถูกไบแอสดว้ยตวัมนัเอง ( self-biased ) 

ก.  R1      ข.  R2     

ค.  R3      ง.   RL  

7.2.30 รูปคล่ืนใดเป็นเอาทพ์ทุสาํหรับวงจรขยาย (แอมปลิไฟร์เออร์) คลาส AB ดว้ยอินพทุ 1 

ก.  A      ข.  B     

ค.  C      ง.  D  

7.2.31 รูปคล่ืนใดเป็นเอาทพ์ทุสาํหรับวงจรขยายคลาส A  ดว้ยอินพทุ 2  

ก.  C      ข.  D     

ค  .E      ง.  F  

 

 

7.2.32 รูปคล่ืนใดเป็นเอาทพ์ทุสาํหรับวงจรขยายคลาส B  ดว้ยอินพทุ 1  

 

ก.  A      ข.  B     
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ค  .F      ง.  G  

7.2.33 รูปคล่ืนใดเป็นเอาทพ์ทุสาํหรับวงจรขยายคลาส C  ดว้ยอินพทุ 2 

 

ก.  A      ข.  B     

ค.  C      ง.  G  

 

7.2.34 ถา้วงจรน้ีกาํลงัทาํงานเป็นวงจรขยาย คลาส A แต่กาํลงัถูกขบัเกิน "overdriven," รูปคล่ืนใดต่อไปน้ีถูกตอ้งกบั

เหตุการณ์น้ี 

ก.  A      ข.  B     

ค.  C      ง.  D  

 

7.2.35 คลาสใดของวงจรขยายท่ียอมใหก้ระแสคอลเลคเตอร์ไหลไดค้รบถว้นทั้ง 360 องศาของสญัณาณอินพทุ 

ก.  A      ข.  B     

ค.  C      ง.  AB  

 

7.2.36 คลาสใดของวงจรขยายท่ียอมใหก้ระแสคอลเลคเตอร์ไหลไดม้ากกวา่ 180 องศาของสญัญาณอินพทุ   แต่นอ้ย

กวา่ 360 องศา 

ก.  A      ข.  B    

ค.  C      ง.  AB  

 

7.2.37 คลาสใดของวงจรขยายมีความเสมือนจริง ( fidelity ) สูงสุด และมีประสิทธิผล (สมัประสิทธ์ิ ) ตํ่าสุด  

ก.  A      ข.  B     

ค.  C      ง.  AB  

7.2.38 คลาสใดของวงจรขยายมีประสิทธิผล (สมัประสิทธ์ิ)สูงสุด 

ก.  A      ข.  B     

ค.  C      ง.  AB  

7.2.39 รูปลกัษณ์การต่อทรานซิสเตอร์ใชง้านมีอยู ่3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ  

 ก. เบสร่วม  กริดร่วม  และเอาทพ์ทุร่วม 

 ข. อาโนดร่วม  คอลเลคเตอร์ร่วม  และเบสร่วม 

 ค. อมิเิตอร์  เบสร่วม และ คอลเลคเตอร์ร่วม 

 ง. อิมิเตอร์ร่วม  เบสร่วม  และ เบสร่วม 

 

 

ในการตอบคาํถาม ขอ้ 7-2-40 ถึง 7-2-45 ใหจ้บัคู่ระหวา่ง รูปลกัษณ์ต่างๆของทรานซิสเตอร์ในคอลมั B เขา้กบัวงจร

ทรานซิสเตอร์ต่างๆตามภาพในคอลมั A   

(หมายเหตุ : คาํถามในคอลมั B อาจจะใชต้อบซํ้ ากนัไดห้ลายขอ้) 
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7.2.46 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นรูปลกัษณ์อยา่งหน่ึงของทรานซิสเตอร์ท่ีซ่ึงจดัหาการสลบัเฟส 

ก. ไบแอสร่วม 

ข. อินพทุร่วม 

ค. อมิเิตอร์ร่วม 

ง. คอลเลคเตอร์ร่วม 

7.2.47 อะไรเป็นสญัลกัษณ์ของกระแสอินพทุใ์นรูปลกัษณ์อิมิเตอร์ร่วม 

ก.  IE      ข.  IB     

ค.  IC      ง.  IT 

7.2.48 อะไรเป็นสญัลกัษณ์ของกระแสอินพทุใ์นรูปลกัษณ์เบสร่วม  

ก.  IE      ข.  IB     

ค.  IC      ง.  IT 

 

 

 

 

7.2.49 นิพจน์ (เทอร์ม)ใดถูกนาํมาใชเ้พ่ือแสดงเกนขยายกระแสในรูปลกัษณ์อิมิเตอร์ร่วม 

 ก. แอลฟา 

 ข. เบต้า 

 ค. แกมมา 

 ง. เอก็ซ์ – เรย ์
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7.2.50 นิพจน์ (เทอร์ม)ใดถูกนาํมาใชเ้พ่ือแสดงเกนขยายกระแสในรูปลกัษณ์คอลเลคเตอร์ร่วม 

 ก. แอลฟา 

 ข. เบตา้ 

 ค. แกมมา 

 ง. เอก็ซ์ – เรย ์

7.2.51 นิพจน์ (เทอร์ม)ใดถูกนาํมาใชเ้พ่ือแสดงเกนขยายกระแสในรูปลกัษณ์เบสร่วม 

 ก. แอลฟา 

 ข. เบตา้ 

 ค. แกมมา 

 ง. เอก็ซ์ – เรย ์

7.2.52 สูตรใดต่อไปน้ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือหาเกนขยายกระแสในอิมิตเตอร์ร่วม 

  ก.     ข.    

ค.     ง.  

7.2.53 สูตรใดต่อไปน้ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือหาเกนขยายกระแสใน เบสร่วม 

ก.     ข.    

ค.     ง.  

7.2.54 สูตรใดต่อไปน้ีถูกนาํมาใชเ้พ่ือหาเกนขยายกระแสในคอลเลคเตอร์ร่วม 

ก.     ข.    

ค.     ง.  

7.2.55 เราสามารถเรียก คอลเลคเตอร์ร่วมไดอี้กช่ือหน่ึงวา่ 

 ก.  วงจรขยายเกนกระแสตํ่า 

 ข.  วงจรขยายกาํลงัดนั 

 ค.  วงจรอมิเิตอร์โฟลโลเวอร์ 

 ง.  วงจรอิมิเตอร์ลงกราวนด ์

7.2.56 สภาวะใดต่อไปน้ีมีอนัตรายอยา่งใหญ่หลวงตอ่ทรานซิสเตอร์ 

 ก.  ความร้อน 

ข.  กาํลงัดนัทาํงานสูง 

ค.  กระแสกลบัทางสูงเกินไป 

 ง.  การจบัถือตวัทรานซิสเตอร์ 
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7.2.57 วธีิการเช็คทรานซิสเตอร์วธีิใดท่ีจะตอ้งลาํบากข้ึนเม่ือมีทรานซิสเตอร์ในวงจรเสียมากกวา่  1  ตวัข้ึนไป 

ก. เช็คด้วยโอห์มมเิตอร์ 

ข. เคร่ืองเช็คทรานซิสเตอร์ 

ค. เช็คกาํลงัดนั 

ง. การเปล่ียน 

 

ในการตอบคาํถามขอ้  7-2-58 ถึง 7-2-62 ใหเ้ลือกนิพจน์ (เทอร์ม) จากรูปท่ี 7-2 Dท่ีตรงกบัคาํจาํกดัความใน

คาํถาม                      A.  Hybrid IC 

B.  Monolithic IC 

C.  Microelectronics 

D.  Modular Circuitry 

E  .Integrated Circuit 

F.  Printed Circuit Board 

G.  Integrated Circuit Board 

     รูปท่ี 7-2 D 

7.2.58 นิพจน์กวา้งๆท่ีใชอ้ธิบายถึงการใช ้ ไอ.ซี. เพ่ือลดอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิกส์ใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 

ก.  A       ข.  B     

ค.  C       ง.D  

7.2.59 ผิวฉนวนเรียบๆอนัหน่ึงท่ีข้ึนอยูก่บัลายปรินท ์และ ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีถูกลดขนาดใหเ้ลก็ลง และนอ้ยลงจะต่อ

กนัในแบบท่ีไดรั้บการออกแบบมา และถูกนาํมาต่อเขา้กบัเบสร่วม 

ก.  A       ข.  B     

ค.  F       ง.  G  

7.2.60 เทคนิคการประกอบอยา่งหน่ึงท่ีซ่ึงแผงวงจร (PCB) ถูกนาํมาซอ้นทบักนัและต่อเขา้ดว้ยกนัเพ่ือรวมตวักนัข้ึน

เป็นโมดูลหน่ึงๆ 

ก.  B       ข. C     

ค.  D       ง.  E 

 

 

 

7.2.61 ช้ินส่วนอุกรณ์หน่ึงท่ีซ่ึงรวบรวมทั้งช้ินส่วนอุปกรณ์แอคทีฟ และพาสซีฟของวงจรอิเลค็ทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์

วงจรหน่ึงๆมาไวใ้นแผน่เด่ียวๆแผน่เดียว 

ก.  D       ข.  E     

ค.  F       ง.  G  

7.2.62 แผน่พลาสติคแผน่หน่ีงท่ีซ่ึงวงจรรวม (ไอ.ซี.) ถูกบรรจุอยู ่

ก.  A       ข.  B     

ค.  F       ง.  G  



ตวัอุปกรณ์โซลิทสเตท                                              อล.กฟก.1    ก.พ.49                                      หนา้ 1 จาก 

คาํถามชุดที่ 3 
7.3.1 จาํนวนรอยต่อท่ีมีในไดโอด 1 ตวัมีก่ีจุด 

ก. 1  จุด 

ข. 2  จุด 

ค. 3  จุด 

ง. 4  จุด 

7.3.2 เม่ือไดโอดแบบรอยต่อ P-N ถูกไบแอสกลบัทาง อะไรจะเกิดข้ึนกบัพาหะขา้งมาก 

ก. พวกมนัจะรวมเขา้กบั พาหะขา้งนอ้ยท่ีรอยต่อ 

ข. พวกมนัเคล่ือนท่ีมุ่งหนา้ตรงไปยงัรอยต่อ 

ค. ถูกทั้ง ก และ ข 

ง. พวกมนัหนีออกจากรอยต่อ 

7.3.3 อะไรเป็นตวัทาํใหเ้กิดกระแสร่ัวในปริมาณนอ้ยๆ ข้ึนในรอยต่อ ( P-N) ท่ีไบแอสกลบัทาง 

ก. โฮล 

ข. อิเลค็ตรอน 

ค. พาหะข้างน้อย 

ง. พาหะขา้งมาก 

7.3.4 ท่ีศกัยไ์ฟบางค่า ในขณะท่ีอุณหภูมิเพ่ิมกาํลงัดนัไบแอสกลบัทางตรงรอยต่อ(P-N) ใหสู้งข้ึน   กระแสกลบัทาง

จะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว  นิพจน์ (เทอร์ม) ทางอิเลก็ทรอนิกส์ต่อศกัยก์าํลงัดนัเรียกวา่อะไร 

 ก.  กาํลงัดนั(Breakdown voltage) 

 ข. ไบแอสกลบัทาง(Reverse - bias) 

 ค. ไบแอสถูกทาง(Forward - bias) 

 ง. วิง่หนีความร้อน(Thermal  ranaway) 

7.3.5 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นคุณสมบติัเฉพาะของซีเนอร์ไดโอด 

 ก. ไดโอดแบบรอยต่อ P – N ตวัหน่ึงซ่ึงทาํงานในบริเวณแตกหกัดว้ยไบแอสกลบัทาง 

 ข. ไดโอดแบบรอยต่อ P – N  ตวัหน่ึงซ่ึงใชผ้ลสาํแดงอะวาลานซ์เช(avalanche effect) 

 ค. ไดโอดแบบรอยต่อ P – N  ตวัหน่ึงซ่ึงใชผ้ลสาํแดงซีเนอร์ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

 

 

7.3.6 อะไรเป็นตวักาํหนดวา่  วสัดุของแขง็หน่ึงๆนั้น ทาํตวัมนัเป็นตวันาํ ตวัก่ึงตวันาํ หรือ ฉนวน 

 ก. ระดบัพลงังานของแถบวาเลนซ์ 

 ข. ระดบัพลงังานของแถบตวันาํ 

 ค. ผลต่างของพลงังานคร่อมช่องว่างหวงห้าม(forbidden gap)  

 ง. โครงสร้างจริงของวาเลนซ์อิเลค็ตรอน 

7.3.7 ในการเปรียบเทียบระหวา่งตวันาํกบัฉนวน มิติสมัพนัธ์ของช่องวา่งหวงหา้มของ (1) ตวันาํ  และ (2) ฉนวน คือ 

 ก. (1) กวา้ง   (2) กวา้ง 
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 ข. (1) กวา้ง   (2) แคบ 

 ค. (1) แคบ    (2) แคบ 

 ง. (1) แคบ    (2) กว้าง 

7.3.8 อะไรคือ  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโพรงอุโมงค ์ ("tunneling phenomenon") ภายในตวัซีเนอร์ไดโอด 

 ก. การกระทาํอย่างหนึง่ซ่ึงพาหะข้างน้อยทาํเป็นอุโมงค์ลอดทะลรุอยต่อเพ่ือก่อตวัขึน้เป็นกระแสทีซ่ึ่งเกดิขึน้ที่

จุดแตกหัก  (breakdown) 

 ข. การกระทาํอยา่งหน่ึงท่ีซ่ึงพาหะขา้งมากทาํเป็นอุโมงคล์อดทะลุรอยต่อเพ่ือก่อตวัข้ึนเป็นกระแสท่ีซ่ึงเกิดข้ึน

ท่ีจุดแตกหกั  (breakdown) 

 ค. การกระทาํอยา่งหน่ึงท่ีซ่ึงแยกแถบนาํกระแส กบัแถบวาเลนซ์ออกจากกนัโดยช่องวา่งขนาดใหญ่ 1 ช่อง 

 ง. การกระทาํอยา่งหน่ึงท่ีซ่ึงดึงเอาอิเลค็ตรอนทั้งหมดออกจากระดบัพลงังานแถบนาํกระแส 

7.3.9 ทฏษฎีวา่ดว้ยจุดการแตกหกั (breakdown theory) ในขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึงการกระทาํท่ีซ่ึงเกิดข้ึนในรอยต่อ  P 

– N ท่ีถูกโดป๊ (เติม) อยา่งหนกัหน่วงดว้ยไบแอสกลบัทางเกิน  5  โวลทข้ึ์นไป 

 ก. ปรากฏการณ์ซีเนอร์ 

 ข. จุดแตกหักอะเวแลนซ์เช่ 

 ค. ปรากฏการณ์แถบพลงังาน 

 ง. การขา้มช่องวา่งแถบวาเลนซ์ (Valence band gap crossing) 

7.3.10 ทฤษฏีวา่ดว้ยจุดแตกหกัในขอ้ใดต่อไปน้ีกล่าวถึงการกระทาํท่ีซ่ึงเกิดข้ึนในรอยต่อ  P – N ท่ีถูกโด๊ป (เติม) อยา่ง

หนกัหน่วงดว้ยไบแอสกลบัทางตํ่ากวา่   5   โวลต ์  

 ก. ปรากฏการณ์ซีเนอร์ 

 ข. จุดแตกหกัอะเวแลนซ์เช่ 

 ค. ปรากฏการณ์แถบพลงังาน 

 ง. การขา้มช่องวา่งแถบวาเลนซ์ 

7.3.11 อะไรเกิดข้ึนกบัซีเนอร์ไดโอดตวัหน่ึงท่ีมีไบแอสกลบัทางท่ีอยูสู่งเลยกาํลงัดนัแตกหกัไปเลก็นอ้ย 

 ก. ซีเนอร์ตวัน้ีจะคกัออฟ ( หยดุนาํกระแส)  

 ข. ซีเนอร์ตวันีท้าํตวัเหมือนมนัลดัวงจร 

 ค. ซีเนอร์ตวัน้ีทาํตวัเหมือนมนัเปิดวงจร  

 ง. การนาํกระแสของซีเนอร์ตวัน้ีไม่เปล่ียนแปลง 

 

 

การตอบคาํถามในขอ้  7-3-12  และ 7-3-13 ใหใ้ชรู้ปท่ี 7-3 A เป็นภาพประกอบ 
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     รูปท่ี 7-3 A 

7.3.12 สญัลกัษณ์ใดเป็นสญัลกัษณ์แสดงซีเนอร์ไดโอด 

ก. A 

ข. B 

ค. C 

ง. D 

7.3.13 กระแสท่ีไหลในซีเนอร์ไดโอดใดๆ ไหลในทิศทางใด 

จากจุด 1 ไป จุด 2  

ก. จากจุด 2 ไป จุด 1  

ข. จากจุด 1 ไปจุด 2 ไปจุด 3  

ค. จากจุด 3 ไปจุด 2 ไปจุด 1  

7.3.14 ทาํไมซีเนอร์ไดโอดจึงเป็นตวัปรับคุมกาํลงัดนัในอุดมคติอยา่งหน่ึง 

ก. มนัชดเชยต่อกาํลงัดนัซบัพลายตํ่าๆ 

ข. มนัใชจ้าํนวน พาหะไดอ้ยา่งไม่อั้น (ไม่จาํกดั) 

ค. การทาํงานในยา่นแตกหกัไม่ทาํใหม้นัเกิดอนัตราย 

ง. กาํลงัดนัคร่อมไดโอดตวันีย้งัคงทีห่ลงัจากผ่านจุดแตกหักไปแล้ว 

 

 

 

 

 

7.3.15 ในโครงสร้างของทนัเนลไดโอด (tunnel diode)อตัราส่วนระหวา่งอะตอมของสารไม่บริสุทธ์ิ(impurity atoms) 

กบัอะตอมของสารก่ึตวันาํ  คือ 

ก. 10,000,000 : 1,000 

ข. 1,000 : 10,000,000 
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ค. 10,000  :100,000 

ง. 100,000 : 10,000 

 

การตอบคาํถามในขอ้ท่ี 7-3-16 ถึง 7-3-18 ใชรู้ปท่ี 7- 3B เป็นภาพประกอบ 

  

  
     รูปท่ี 7-3 B  

7.3.16 อะไรคือแร่ (หนา้ตา) ท่ีสาํคญัท่ีสุดของกราฟลกัษณะสมบติันของทนัเนลไดโอด 

ก. กระแสถูกทางเพ่ิมข้ึนถึงค่ายอดท่ีระดบัหน่ึงๆไดด้ว้ยๆไบแอสถูกทางเพียงเลก็นอ้ย 

ข. กระแสถูกทางลดลงดว้ยไบแอสถูกทางท่ีเพ่ิมข้ึนลงมาอยูท่ี่ระดบักระแสแอลเลย ์

(valley current(IV) ) 

ค. กระแสถูกทางเพ่ิมข้ึนปกติดว้ย  กาํลงัดนัไบแอสท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากมาย 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.17 ส่วนใดของเสน้กราฟลกัษณะสมบติั(characteristic curve) อยูใ่นพ้ืนท่ีของความตา้นทานลบ 

ก. จากจุด  1  ถึงจุด  2  

ข. จากจุด  2  ถึงจุด  3 

ค. จากจุด  3  ถึงจุด  4 
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ง. จากจุด  4  ถึงจุด  5 

7.3.18 บริเวณใดบนเสน้กราฟลกัษณะสมบติัท่ีทนัเนลไดโอดทาํงานเหมือนรอยต่อ  P-N  ปกติ 

ก. จากจุด  0  ถึงจุด  1 

ข. จากจุด  1  ถึงจุด  2  

ค. จากจุด  2  ถึงจุด  3 

ง. จากจุด  3  ถึงจุด  4 

7.3.19 วาแรคเตอร์( varactor )  ทาํงานเหมือนช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใด 

ก. ตวัเก็บประจุ 

ข. ตวัเหน่ียวนาํ 

ค. ตวัเกบ็ประจุแปรค่าได้ 

ง. ตวัเหน่ียวนาํแปรค่าได ้

7.3.20 ถา้ไบแอสกลบัทางของตวัวาแรคเตอร์ตวัหน่ึงเพ่ิมข้ึน จะมีผลต่อความกวา้งของจุดส้ินสุดรอยต่อ (depletion 

region?) อยา่งไร 

ก. มนัจะมีเสถียรภาพ 

ข. มนัจะแกวง่ 

ค. มนัจะลดลง 

ง. มนัจะเพ่ิมข้ึน 

7.3.21 อะไรจะเกิดข้ึนกบัการเก็บประจุของตวัวาแรคเตอร์ในขณะท่ีไบแอสกลบัทางเพ่ิมข้ึน 

ก. การเกบ็ประจุของมนัลดลง 

ข. การเก็บประจุของมนัเพ่ิมข้ึน 

ค. คงท่ึเหมือนเดิม 

7.3.22 ในวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ  เราจะใชต้วัวาแรคเตอร์เป็นตวัอะไร 

ก. เป็นอุปกรณ์ในการจูน(tuning device)  

ข. เป็นอุปกรณ์ในการรักษาสมดุล( balancing device) 

ค. เป็นตวัขยาย 

ง. เป็นตวัเรคติไฟร์ 

7.3.23 อะไรเป็นจุดประสงคเ์บ้ืองตน้ของ SCR (ตวัเรคติไฟตแ์บบซิลิกอนท่ีควบคุมได)้ 

ก. เพ่ือทาํงานเป็นสวทิธ์ตวัหนึ่ง 

ข. เพ่ือทาํงานเป็นตวัปรับคุมตวัหน่ึง 

ค. เพ่ือทาํงานเป็นตวัเรคติไฟตต์วัหน่ึง 

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

7.3.24 ตัวั เอส ซี อาร์ (SCR) น้ีละมา้ยคลา้ยคลึงกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใด 

ก. ไดโอด 

ข. เททโทรด 

ค. ไทธาทรอน 

ง. หลอดบีมเพาเวอร์ 
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7.3.25 วงจรใดต่อไปน้ีใช ้ SCR เป็นส่วนประกอบอยา่งหน่ึงในวงจรของมนั 

ก. วงจรลอจิคคอมพิวเตอร์ 

ข. วงจรเปรียบเทียบกาํลงัดนั 

ค. วงจรขยายกาํลงังานเสาอากาศ 

ง. ถูกทุกข้อ 

คาํถามในขอ้  7-3-26 ใชรู้ปท่ี 7-3 C เป็นภาพประกอบ 

      
    รูปท่ี 7- 3 C 

7.3.26 อิมพีแดนซ์ระหวา่งจุด  A  กบัจุด C   (1) เม่ือ  SCR  ถูกไบแอสออฟ (2)  เม่ือ SCR อยูท่ี่จุดอ่ิมตวั  มีค่าประมาณ

เท่าไร 

 ก. (1)  ตํ่า   (2)  ตํ่า 

 ข. (1)  ตํ่า   (2)  สูง 

 ค. (1)  สูง  (2)  สูง 

 ง. (1)  สูง   (2)  ตํา่ 

 คาํถามในขอ้ท่ี 7-3-27 ใชรู้ปท่ี 7-3 D เป็นภาพประกอบ 

    
     รูปท่ี 7-3 D 

7.3.27 เม่ือมีกระแสบวกประยกุตเ์ขา้ท่ีขาเกท   อะไรจะเกิดข้ึนกบักระแสคอลเลคเตอร์ของ  Q1  และ Q27 

 ก. เพ่ิมข้ึนถึงค่าท่ีจาํกดัค่าหน่ึงๆ เท่านั้นโดยวงจรขยายภายนอก 

 ข. เพิม่ขึน้ถึงค่าทีจ่าํกดัค่าหนึ่งๆ เท่านั้นโดยวงจรขยายภายใน 

 ค. ลดลงมาท่ีค่าท่ีจาํกดัค่าหน่ึงๆ เท่านั้นโดยวงจรขขยายภายนอก 

 ง. ลดลงมาท่ีค่าท่ีจาํกดัค่าหน่ึงๆ เท่านั้นโดยวงจรขขยายภายใน 

7.3.28 ทนัทีท่ี    SCR  ตวัหน่ึงถูกทาํใหท้าํงานโดยพลัลบ์วกพลัลห์น่ึงของกระแสท่ีประยกุตเ์ขา้ท่ีขาเกท   การกระทาํ

ใดท่ีทาํให ้  SCR หยดุนาํกระแส ( ทาํงาน )ได ้

 ก. ดึงพลัลบ์วกออกจากขาเกท 

 ข. ใส่พลัล์ลยของกระแสเข้าทีข่าเกท 

 ค. ลดกระแสคอลเลคเตอร์ลงใหอ้ยูท่ี่ค่าตํ่าๆค่าหน่ึงเพ่ือรักษาใหม้นันาํกระแสต่อไป 

 ง. เพ่ิมกระแสคอลเลคเตอร์ไปจนถึงจุดๆหน่ึงท่ีซ่ึง  SCR  จะไม่ถึงจุดอ่ิมตวัและจุดคดัออฟ 

7.3.29 ไทรแอค (TRIAC) มีก่ีขา 
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 ก. 1 ขา 

 ข. 2 ขา 

 ค. 3ขา 

 ง. 4 ขา 

7.3.30 ขอ้แตกต่างใหญ่ๆระหวา่ง TRIAC กบั  SCR     คือ 

 ก. SCR  ตอ้งการกาํลงัดนัอินพทุท่ีสูงกวา่  TRIAC 

 ข. TRIAC  ตอ้งการกาํลงัดนัอินพทุท่ีสูงกวา่  SCR 

 ค. TRIAC  ควบคุมกระแส และ นํากระแสทั้งในส่วนทีเ่ป็นบวก และส่วนทีเ่ป็นลบของไซเกลิ เอ. ซี.  1 ไซเกลิ 

ในขณะที ่ SCR ควบคุมกระแสและนํากระแสเฉพาะคร่ึงใดๆคร่ึงหนึ่งของไซเกลิหนึ่งๆ เท่านั้น 

 ง.    SCR     ควบคุมกระแส และ นาํกระแสทั้งในคร่ึงบวก และคร่ึงลบของไซเกิล เอ. ซี.  1 ไซเกิล ในขณะท่ี 

TRIAC   ควบคุมกระแสและนาํกระแสเฉพาะคร่ึงใดๆคร่ึงหน่ึงของไซเกิลหน่ึงๆ เท่านั้น 

7.3.31 กลุ่มของช้ินส่วนอุปกรณ์กลุ่มหน่ึงท่ีซ่ึงผลิตแสง  หรือ ใชแ้สงในการทาํงานของมนัมีช่ือเรียกวา่ 

7.3.31 ก.    ออปโต้อเิลก็ทรอนกิส์ (Optoelectronic  ) 

ข. Ophthalmology   

ค. Optokenetic 

ง. .Optometry 

7.3.32 นอุปกรณ์ Optoelectronic คาํเติมของ LED คือ 

ก. Low-emitting diode(ไดโอดท่ีเปล่ง – ต ํ่า) 

ข. Low-emitting device(อุปกรณ์ท่ีเปล่ง – ต ํ่า) 

ค. Light-emitting diode(ไดโอดเปล่งแสง) 

ง. Light-emitting device(อุปกรณ์เปล่งแสง) 

7.3.33 อะไรเป็นตวักาํหนดสีของแสงท่ีเปล่งออกมาโดย   LED 

 ก.    ชนิดของหลอดไสท่ี้ใช ้

 ข.   ชนิดของวสัดุทีใ่ช้ 

 ค.   ชนิดของการไบแอสท่ีใช ้

 ง.   ชนิดของหลอดฟลูออเรสเซนตท่ี์ใช ้

 

 

 

7.3.34 สญัลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานของ   LED  คือ 

 ก.   รูปหลอดไส ้1 รูปพร้อมดว้ยลูกศรท่ีกาํลงัช้ีไปท่ีแสง 

 ข.   รูปหลอดไส ้1 รูปพร้อมดว้ยลูกศรท่ีกาํลงัช้ีออกจากแสง 

 ค.   รูปไดโอดรูปหนึ่งพร้อมด้วยลูกศร  2  อนัทีก่าํลงัช้ีไปทีค่าโถด 

 ง.   รูปไดโอด 1 รูปพร้อมดว้ยลูกศร  2  อนัท่ีกาํลงัช้ีออกจากคาโถด 

7.3.35 ลญัลกัษณ์วงจรสาํหรับอุปกรณ์ ออปโตอิ้เลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดมีลูกศรท่ีกาํลงัช้ีเขา้หาพวกมนั  และช้ีออกจาก

พวกมนั  เม่ือลูกศรเหล่าน้ีช้ีตรงไปยงัสญัลกัษณ์น้ีหมายความวา่อะไร 

 ก. อุปกรณ์ตวัน้ีผลิตแสง 
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 ข. อุปกรณ์นีใ้ช้แสง 

 ค. อุปกรณ์ตวัน้ีตอ้งการกระแสไหล 

 ง. อุปกรณ์ตวัน้ีทาํใหก้ระแสไหล 

  คาํถามขอ้ท่ี 7-3-36 กบั 7-3-37 ใชรู้ปท่ี 7-3 E เป็นภาพประกอบ 

  
        รูปท่ี 7-3 E 

7.3.36 เม่ือกาํลงัดนัลบค่าหน่ึงถูกจ่ายเขา้มาท่ีขาคาโถดท่ีถูกตอ้งในจอแสดง LED ตวัเลข หน่ึงๆก็จะถูกสร้างข้ึนมา  

การผลิตเลข 5 ข้ึนบนจอแสดง  LED น้ี  ไดโอดตวัใดตอ้งมีศกัยล์บท่ีคาโถดของพวกมนั  

ก. .ABCDE     ข. .ABGED    

ค.  AFGCD     ง.  AFGBC  

7.3.37 ถา้ LED แบบปลอ้ง( LED segment )  ตวัหน่ึงมีเลข 8 แสดงอยูแ่ละไบแอสลบถูกดึงออกจากไดโอด  F  และ

ไดโอด  C  เลขท่ีแสดงจะกลายเป็นเลขอะไร 

 ก. เลข  1 

 ข. เลข  2 

 ค. เลข  3 

 ง. เลข  4 

7.3.38 เม่ือตอ้งมีการเปล่ียนจอแสดงภาพ  LED  คุณควรใชว้ธีิใดเพ่ือใหม้นัมัน่ใจวา่จอภาพท่ีเปล่ียนใหม่น้ีเป็นชนิด

เดียวกบัอนัเก่าท่ีเสีย 

 ก. ตรวจสอบดว้ยสายตา 

 ข. เช็คดูสญัลกัษณ์ของมนั 

 ค. ถูกทั้ง ก และ ข 

 ง. เช็คดูตวัเลขของบริษัทผู้ผลติ 

 

7.3.39 โฟโตไ้ดโอดทาํหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ชนิดใด 

ก. ตวัเหน่ียวนาํเเปรค่าได(้Variable inductor ) 

ข. ตวัต้านทานแปรค่าได้(Variable resistor ) 

ค. ตวัเหน่ียวนาํท่ีแปรค่าไม่ได ้(Nonvariable inductor ) 

ง. ตวัตา้นทานท่ีแปรค่าไม่ได ้(Nonvariable resistor ) 

7.3.40 เม่ือโฟโตไ้ดโอด เจอกบัแสงจากภายนอก  อะไรเกิดข้ึน กบั(1) ค่าความตา้นทาน และ (2) กระแส 

 ก. (1) เพ่ิมข้ึน  (2) ลดลง 

 ข. (1) เพ่ิมข้ึน  (2) เพ่ิมข้ึน 
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 ค. (1) ลดลง     (2) เพิม่ขึน้ 

 ง. (1) ลดลง      (2) ลดลง 

7.3.41 ในการท่ีเราจะทาํใหโ้ฟโตไ้ดโอดนาํกระแส  เราตอ้งไบแอสมนัอยา่งไร   

ก.ไบแอสกลบัทาง (Reverse biased)       

ข.ไบแอสถูกทาง (Forward biased ) 

ค. ถูกทั้งขอ้  ก  และ  ข  ข้ึนอยูก่บัความเขม้ของแสง 

7.3.42 โฟโตไ้ดโอดมีประโยชน์กบัการใชง้านลกัษณะใด 

ก. เป็นตวัอ่านการ์ดคอมพิวเตอร์(Computer card readers ) 

ข. มิเตอร์วดัแสงโฟโตก้ราฟฟิค (Photographic light meters) 

ค. เคร่ืองมือสแกนออพติค (Optic scanning equipment ) 

ง. ถูกทุกข้อ  

7.3.43 อุปกรณ์ออพโตอิ้เลก็ทรอนิกส์ใดต่อไปน้ีทาํใหก้ระแสไหลเพ่ิมข้ึนตามความเขม้ของแสงตามท่ีระบุ 

 ก. LED 

 ข. SCR 

 ค. โฟโต้ทรานซิสเตอร์ 

 ง. โฟโตท้รานฟอเมอร์ 

7.3.44 การชดเชยต่อแสงรายรอบ  ขาของโฟโตท้รานซิสเตอร์ตอ้งมีก่ีขา 

 ก. 1 ขา 

 ข. 2 ขา 

 ค. 3 ขา 

 ง. 4 ขา 

 

 

 

 

 

 

 

ในการตอบคาํถาม ขอ้ 7-3-45 ถึง 7-36-47 ใหเ้ลือกสญัลกัษณ์แผนภูมิจากรูป ท่ี 7-3 F ตามท่ีตรงกบัคาํถามแต่ละขอ้ 
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           รูปท่ี 7-3 F 

7.3.45 สญัลกัษณ์แผนภูมิสาํหรับ โฟโตไ้ดโอด 

ก.    A 

ข. B 

ค. C 

ง. D 

7.3.46 สญัลกัษณ์แผนภูมิสาํหรับโฟโตท้รานซิสเตอร์ 2 ขา 

ก.    A 

ข. B 

ค. C 

ง. D 

7.3.47 สญัลกัษณ์แผนภูมิสาํหรับโฟโตท้รานซิสเตอร์ 3 ขา 

ก.    A 

ข. B 

ค. C 

ง. D 

7.3.48 ◌ุปกรณ์ใดต่อไปน้ีมีการทาํงานคลา้ยโฟโตไ้ดโอด 

ก.  โฟโตท้รานซิสเตอร์ 

ข.  โฟโต้เซลล์ 

ค.   LED 

ง.   SCR 

7.3.49 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นอตัราส่วนระหวา่งความสวา่ง  กบั ความมืด ท่ีเป็นแบบอยา่งของโฟโตเ้ซลล ์ 

ก. 1:10 

ข. 1:100 

ค. 1:1000 

ง. 1:10000 

 

 

 

 

7.3.50 โฟโตเ้ซลลใ์ชก้บัวงจรอะไร 

ก. วงจรควบคุม (.Controller) 

ข. วงจรออสซิเลเตอร์ (Oillater) 

ค. วงจรขยาย (Amplifier) 

ง. วงจรดีเทคเตอร์(Detector) 

7.3.51 เราสามารถนาํเอาเซลลโ์ฟโตโ้วลตา้อิค(photovoltaic cells)มาต่อร่วมกนัแบบใดเพ่ือใหก้าํลงัดนัสูงข้ึน 

ก. ต่ออนุกรม 
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ข. ต่อขนาน 

ค. ต่อแบบเหน่ียวนาํ 

ง. ต่อทางแมคคานิค 

7.3.52 ยนิูจงัชัน่ทรานซิสเตอร์ (UJT)มีก่ีขา 

ก. 1 ขา 

ข     2 ขา 

ค.    3 ขา 

ง.    4 ขา 

7.3.53 UJT มีขอ้เด่นอะไรท่ีเหนือกวา่ทรานซิสเตอร์  

ก. มจีาํนวนขั้วน้อยกว่า 

ข. ยา่นความถ่ีผา่น (แบนดพ์าส)กวา้งกวา่ 

ค. ตอ้งเป็นไบแอสตํ่ากวา่ 

ง. เสถียรภาพทางอุณหภูมิสูง 

7.3.54 UJI ต่างจากทรานซิสเตอร์อยา่งไร 

ก. UJT มเีบสที ่ 2  แทนคอลเลคเตอร์ 

ข. UJT มีอิมิเตอร์ท่ี  2  แทนคอลเลคเตอร์ 

ค. UJT มีคอลเลคเตอร์ 2 อนั 

7.3.55 เม่ือไบแอสอยา่งถูกตอ้งบริเวณใดของ UJT ทาํตวัเป็นตวัตา้นทานตวัหน่ึง 

ก. พื้นทีร่ะหว่างเบส 1 กบั เบส 2  

ข. พ้ืนท่ีระหวา่งอิมิเตอร์ 1 กบั อิมิเตอร์ 2  

ค. พ้ืนท่ีระหวา่งคอลเลคเตอร์ 1 กบั คอลเลคเตอร์ 2  

ง. ถูกทุกขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.56 อิิมิเตอร์ของ UJT อาจจะเปรียบเทียบไดก้บัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ประเภทใด 

 ก.   ตวัเก็บประจุท่ีประจุ(ชาร์จ)จนเตม็แลว้ 

ข. แขนกรีด (Wiper  arm) ของตวัเกบ็ประจุแปรค่าได้ 

ค. คอลเลคเตอร์ของทรานซิสเตอร์ 

ง. ขดทุติยภูมิของทรานฟอเมอร์แปลงลง 

7.3.57 อะไรเป็นตวักาํหนดระดบัของความลาดของกาํลงัดนั(voltage gradient)ท่ีจุดสมัผสัของวสัดุ เบส – อิมิเตอร์

ของ UJT 

ก. กาํลงัดนัไบแอส 
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ข. คุณสมบติัเฉพาะจากผูผ้ลิต 

ค. บริเวณเบสของอิมิเตอร์ 

ง. ศกัยก์าํลงัดนัระหวา่งเบส 2 กบัอิมิเตอร์ 

7.3.58 UJT  นาํกระแสจากเบส 1 ไป (1 ) จุดใดเม่ือมนัถูกไบแอสถูกทางและจาก (2) จุดใดไปเบส 2 เม่ือมนัไดรั้บ

ไบแอสกลบัทาง 

ก. (1) อิมิตเตอร์  (2)  เบส 1 

ข. (1) อิมิตเตอร์  (2) อิมิตเตอร์ 

ค. (1) เบส 2        (2) เบส 1 

ง. (1) เบส           (2) อมิติเตอร์ 

7.3.59 เราอาจนาํ  UJT  ไปใชใ้นวงจรใดต่อไปน้ีได ้

ก. วงจรสวทิช่ิง (Switching ) 

ข. วงจรจดัรูปร่างคล่ืน  (Waveshaping ) 

ค. วงจรออสซิลเลเตอร์ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

7.3.60 ทรานซิสเตอร์แบบปรากฏการณ์ทางสนาม(field-effect transistor,FET) เป็นสูตรผสมของคุณสมบติัเฉพาะขอ้

ใดของหลอดสุญญากาศ  กบั ขอ้เด่นอ่ืนๆของทรานซิสเตอร์ 

ก. อิมพีแดนซ์เอาทพ์ทุตํ่า 

ข. อิมพีแดนซ์เอาทพ์ทุสูง 

ค. อมิพแีดนซ์อนิพุทตํา่ 

ง. อิมพีแดนซ์อินพทุสูง 

7.3.61 FET ใชอ้ะไรในการควบคุมสนามไฟฟ้าสถิตภายในทรานซิสเตอร์ 

ก. กระแส 

ข. กาํลงัดนั 

ค. อิมพีแดนซ์อินพทุตํ่า 

ง. อิมพีแดนซ์อินพทุสูง 

7.3.62 ขาเกตของ   JFET (   junction field-effect transistor's )ตอบสนองอยา่งใกลชิ้ดในการทาํงานกบั  (1)  ส่วนใด

ของทรานซิสเตอร์  และ (2)  ส่วนใดของหลอดสุญญากาศ 

ก.    (1)  อิมิตเตอร์   (2)  คาโถด 

 ข.   (1)  เบส             (2)  กริด 

 ค.   (1)  เบส             (2)  คาโถด 

จ. (1)  คอลเลคเตอร์  (2) เพลท 

7.3.63  JFET  ตรงส่วนท่ีเป็นขีด  (บาร์) ระหวา่งการสะสมของวสัดุเคท  เป็นส่วนหนา้ตดัท่ีเลก็กวา่บาร์ท่ีเหลือมาก   

หนา้ตดั (cross section ) น้ีเกิดมาจากอะไร 

ก. เกท 

ข. เดรน 

ค. ซอร์ท 

ง. ชแนล 
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7.3.64 ถา้ใชว้สัดุชนิด   P  สร้างเกท  ของ JFET ควรจะตอ้งใชว้สัดุอะไร สร้างส่วนท่ีเหลือของ  JFET 

ก.    ชนิด   N 

ข. ชนิด  P 

ค. ไมกา 

ง. ชนิดจงัชัน่ 

7.3.65 อะไรคือกญุแจสาํคญัต่อการทาํงานของ  FET 

ก. การควบคุมพืน้ทีห่น้าตดัของชแนล 

ข. การควบคุมพ้ืนท่ีหนา้ตดัของเกท 

ค. ถูกทั้งขอ้ ก  และ  ข 

ง. อิมพีแดนซ์อินพทุตํ่า  เม่ือเทียบกบั อิมพีแดนซ์อินพทุสูง 

7.3.66 เม่ือประยกุตไ์บแอสกลบัทางใหข้าเกทของ  FET  ตวัหน่ึง  อะไรเกิดข้ึนกบั  (1) ความตา้นทาน ซอร์ท  กบั   

เดรน  ของอุปกรณ์ตวัน้ี   (2)  กระแสไหล 

ก. (1)  ลดลง   (2)  ลดลง 

ข.     (1)  ลดลง   (2)  เพ่ิมข้ึน 

ค.     (1)  เพิม่ขึน้  (2)  ลดลง 

ง.      (1)  เพ่ิมข้ึน  (2)  เพ่ิมข้ึน 

7.3.67 อะไรคือกาํลงัดนั  "pinch off"  (กาํลงัดนักระเบียดกระเสียน) ของ FET    

ก.    กาํลงัดนัท่ีตอ้งการสาํหรับ  FET  เพ่ือนาํกระแส 

ข.    กาํลงัดนัท่ีตอ้งการเพ่ือใหผ้า่นพน้ไบแอสกลบัทางของ  FET   ไป 

ค.    กาํลงัดนัทีต้่องการเพ่ือลดกระแสเดรนลงมาอยู่ทีศู่นย์ 

ง.    กาํลงัดนัท่ีตอ้งการเพ่ือลดกาํลงัดนัเกทลงมาเหลือศูนย ์

             

    

 

ในการตอบคาํถามขอ้  7.3.68  และ  7.3.69  ใชรู้ปท่ี   7-3 G  เป็นภาพประกอบ 

       
     รูปท่ี   7-3 G   

7.3.68 ทรานซิสเตอร์ท่ีแสดงอยูใ่นรูปท่ี รูปท่ี   7-3 G   เป็นทรานซิสเตอร์ ชนิดใด 

ก.    N  ชแนล  JFET 
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ข. P  ชแนล JFET 

ค. NPN/นชแนล JFET 

ง. PNP /ชแนล JFET 

7.3.69 วงจรท่ีแสดงน้ีมีคุณสมบติัเฉพาะขอ้ใดต่อไปน้ี 

ก. อิมพีแดนซ์ตํ่า,  เกนขยายกระแสสูง 

ข. อิมพีแดนซ์ตํ่า,  เกนขยายกาํลงัดนัสูง 

ค. อิมพีแดนซ์สูง,  เกนขยายกระแสสูง 

ง.     อมิพแีดนซ์สูง,  เกนขยายกาํลงัดนัสูง  

7.3.70 MOSFET  มีขอ้เด่นเหนือกวา่  JFET  อยา่งไร 

ก. ไบแอสนอ้ยกวา่ 

ข. อิมพีแดนซ์อินพทุสูงกวา่ 

ค. อิมพีแดนซ์เอาทพ์ทุสูงกวา่ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

7.3.71 ตามปกติแลว้ MOSFET   ถูกสร้างข้ึนมาจนมนัทาํงานไดท้ั้งในโหมด  ดีเพลทชัน่หรือโหลด เอนฮาร์นเมนท ์  

MOSFET  โหมดดีเพทชัน่ (1) ใชก้ารไบแอสแบบใด และ (2) โด๊ปชแนลแบบใด เพ่ือทาํใหพ้าหะกระแสในชแนลน้ีหมด

ไม่มีเหลือ 

 ก. (1)  กลบัทาง    (2)   เลก็นอ้ย 

ข. (1)  ถูกทาง       (2)   เลก็นอ้ย 

ค.  (1)  กลบัทาง    (2)   อยา่งหนกั 

ง.  (1)   ถูกทาง      (2)   อยา่งหนกั 

7.3.72 MOSFET โหมด เอนฮาร์นเมนต ์ (1) ใชก้ารไบแอสแบบใด และ (2) การโด๊ปชแนลใดเพ่ือพอกพนูพาหะ

กระแสในชแนลของมนั 

 ก. (1) กลบัทาง (2) เลก็นอ้ย 

ข. (1) ถูกทาง    (2) เลก็นอ้ย 

ค. (1) กลบัทาง  (2) อยา่งหนกั 

ง. (1) ถูกทาง     (2) อยา่งหนกั 

คาํถามขอ้ 7-3-73 ใชรู้ปท่ี 7-3 H เป็นภาพประกอบ 

                                           

 
        รูปท่ี 7-3 H 

7.3.73 ขอ้ใดของ  MOSFET ท่ีระบุไวด้ว้ยลูกศรในภาพสญัลกัษณ์ในรูปท่ี  7-3 H   

ก.   ซับสเทรท (Substrate ) 
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ข. ซอร์ท 

ค. เดรน 

ง. เกท 

7.3.74 วสัดุชนิดใดท่ีใชใ้นการสร้าง  MOSFET   

ก.    อ๊อกไซด์ 

ข. ทองแดง 

ค. เงิน 

ง. อลูมิเนียม 

7.3.75 หนา้ท่ีของ  ( shorting spring ) สปริงกนัชอร์ท ใน MOSFET คือ 

ก. เพ่ือแบ่งกระแส (ชนัท)์ ไปยงัซอร์ท และเกท  ระหวา่งการทาํงาน 

ข.     เพ่ือป้องกนัอุปกรณ์นีจ้ากไฟฟ้าสถิตระหว่างการเปลีย่น 

ค.    เพ่ือแบ่งกระแสเกทของ  MOSFET แบบเกทคู่ เพ่ือทาํใหม้นัทาํงานเหมือน MOSFET แบบ เกท- เด่ียว 

ง.     เพ่ือเปล่ียนแปลง คุณสมบติัทางเกนขยายของ   MOSFET 

คาํถามชุดที่  4   
7.4.1 อะไรต่อไปน้ีไม่ใช่ภาคใดภาคหน่ึง ใน 4 ภาค ของชุดจ่ายไฟ( เพาเวอร์ซบัพลาย) เบ้ืองตน้ 

ก. ทรานฟอร์มเมอร์ 

ข.    ออสซิลเลเตอร์ 

ค. เรคติไฟร์ 

ง. ฟิลเตอร์ (กรอง) 

7.4.2 หนา้ท่ีหลกัของทรานฟอร์มเมอร์ในชุดจ่ายไฟ ( เพาเวอร์ซบัพลาย) อิเลก็ทรอนิกส์ คือการแยกชุดจ่ายไฟน้ีออก

จากกราวนด ์

ก. ถูก 

ข.    ผดิ 

7.4.3 หนา้ท่ีการทาํงานหลกัของภาคเรคติไฟร์ (เรียงกระแส ) คือ 

ก.   แปลง ดี.ซี. ไปเป็น เอ.ซี. 

ข.   แปลง เอ.ซี. ไปเป็น พลัล์ ด.ีซี.  

ค.   เพ่ิมเอาทพ์ทุกาํลงัดนั ค่าเฉล่ียใหสู้งข้ึน 

ง.    ลดเอาทพ์ทุกาํลงัดนั ค่าเฉล่ียใหน้อ้ยลง 

7.4.4 อะไรคือหนา้ท่ีหลกัของภาค ฟิลเตอร์ (กรอง) 

ก.   ขจดักาํลงัดนั ดี.ซี. ท้ิงไป 

ข.   เพ่ิมแอมปลิจูดของ เอ.ซี. 

ค.   แปลงพลัล์ ด.ีซี.ไปเป็น ด.ีซี. ทีน่ิ่งคงที ่

ง.    ถูกทุกขอ้ 

7.4.5 จุดประสงคข์องจุดแบ่งก่ึงกลาง (center tap ) ในทรานฟอร์มเมอร์คือการจดัหา  

ก.   กาํลงัดนั ดี.ซี. ท่ีแยกกนั 2 กาํลงัดนัใหว้งจรเรคติไฟร์ 

ข.   กาํลงัดนัแปลงลงใหเ้รคติไฟร์ 
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ค.   พลัล ์ดี.ซี. ใหเ้รคติไฟร์ 

ง.   กาํลงัดนั 2 กาํลงัดนัทีเ่ท่าๆกนัจากทรานสฟอร์มเมอร์เพยีงตวัเดยีว 

7.4.6 ไดโอดเป็นเรคติไฟร์ในอุดมคติของเหตผุลใด (ถา้มี)  

ก.   กระแสไหลผา่นไดโอดในทิศทางเดียว 

ข.   กระแสไหลผา่นไดโอด 2 ทิศทาง 

ค.   กระแสไม่ไหลผา่นไดโอดเลย 

ง.   ผดิหมดทุกข้อ 

7.4.7 เม่ืออาโนดของไดโอดเป็นลบเม่ือเท่ียบกบัคาโถด  พดูไดว้า่ไดโอดตวัน้ีอยูใ่นสถานะใด 

ก.   นาํกระแส 

ข.   อ่ิมตวั 

ค.   เร่ิมภารกิจใหม่ 

ง.   คดัออฟ 

7.4.8 ในตวัเรคติไฟร์แบบคร่ึงคล่ืน ( half-way rectifier) ไดโอดตวัน้ีจะนาํกระแสไดสู้งสุดก่ีองศาของสญัญาณ

อินพทุ  360 องศา 

ก.   45 องศา 

ข.   90 องศา 

ค.   180 องศา 

ง.   270 องศา 

7.4.9 นิพจน์ ( เทอร์ม ) หรือคาํจาํกดัความอะไร ท่ีใชอ้ธิบายถึงพลัลก์ระแสท่ีซ่ึงไหลในทิศทางเดียวกนั 

ก.   กระแสเฉล่ีย 

ข.   กระแสทุติยภูมิ 

ค.   กระแสตรงลว้นๆ 

ง.   กระแสตรงทีเ่ป็นพลัล์ 

7.4.10 ความถ่ีริปเปิล (ความถ่ีกระเพ่ือม ) ของเรคติไฟร์แบบคร่ึง – คล่ืน ท่ีมีอินพทุท่ี ความถ่ี 60 Hz เท่ากบัเท่าไร 

ก.   30 Hz 

ข.   60 Hz 

ค.   90 Hz 

ง.   120 Hz 

7.4.11 ในเรคติไฟร์แบบ คร่ึง – คล่ืน  เอาทพ์ทุกาํลงัดนัค่าเฉล่ีย เท่ากบัเท่าไรเม่ือค่ายอดของกาํลงัดนั คือ 300 โวทล ์

ก.   190.8 โวทล์ 

ข.   95.4 โวทล ์

ค.   19.08 โวทล ์

ง.    9.4 โวทล ์

   คาํถามขอ้ 7-4-12 และ 7-4-13 ใหใ้ชรู้ปท่ี 7-4A เป็นภาพประกอบ สมมุติวา่กาํลงัดนัคร่อมขดทุติยภูมิของท

รานสฟอร์มเมอร์ (จุด A กบั จุดB )มีค่า 480 โวทล ์เอ.ซี. RMS 
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     รูปท่ี 7-4 A  

7.4.12 ค่ายอดของพลัลก์าํลงัดนัคร่อมโหลดเท่ากบัเท่าไร 

ก.   169.7 โวลต ์

ข.   215.8 โวลต ์

ค.   339.4 โวลต ์

ง.   480 โวลต ์

7.4.13 กาํลงัดนัเฉล่ียท่ีโหลด คือ 

ก.   339.4 โวลต ์

ข.   240 โวลต ์

ค.   216 โวลต ์

ง.   189.6 โวลต ์

7.4.14 ความถ่ีรับเปิลของเรคติไฟร์แบบเตม็- คล่ืนท่ีมีความถ่ีอินพทุ 60 เฮิร์ท เท่ากบัเท่าไร 

ก.   30 Hz 

ข.   60 Hz 

ค.   90 Hz 

ง.   120 Hz 

7.4.15 รคติไฟร์แบบเตม็- คล่ืนมีขอ้เด่นท่ีเหนือกวา่เรคติไฟร์แบบคร่ึง- คล่ืนอยา่งไร 

ก.   กาํลงัดนัเฉลีย่ และกระแสเฉลีย่สูงกว่า 

ข.   จาํนวนองคป์ระกอบเยอะกวา่ 

ค.   ค่ากาํลงัดนัสูงกวา่ 

ง.   ปรับคุมไดดี้กวา่ 

7.4.16 เอาทพ์ทุกาํลงัดนัค่าเฉล่ียของเรคติไฟร์แบบเตม็- คล่ืนท่ีซ่ึงมีค่ายอดของเอาทพ์ทุท่ี100โวลทเ์ท่ากบัเท่าไร 

ก.   3.18 โวลต ์

ข.   6.36 โวลต ์

ค.   31.8 โวลต ์

ง.   63.7 โวลต์ 

7.4.17 ขอ้ดอ้ยของเรคติไฟร์แบบเตม็- คล่ืน คือ กาํลงัดนัเอาทพ์ทุค่ายอด มีแค่คร่ึงเดียวของเรคติไฟร์แบบคร่ึง- คล่ืน

เท่านั้น 

ก.   ถูก 

ข.   ผดิ 

ในการตอบคาํถามขอ้ 7-4-18 และ 7-4-19ใหใ้ชรู้ปท่ี 7-4 Bเป็นภาพประกอบ 
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   รูปท่ี 7-4 B 

7.4.18 เม่ือกาํลงัดนัตกคร่อมขดทุติยภูมิของทรานสฟอร์มเมอร์มีขั้วเหมือนท่ีแสดงไวใ้นภาพไดโอดตวัใดนาํกระแส 

ก.   D1 กบั  D3 

ข.   D2 กบั  D2 

ค.   D1 กบั  D2 

ง.   D3 กบั  D4 

7.4.19 เม่ือสลบัขั้วไดโอด ตวัไหนนาํกระแส 

ก.   D3 กบั  D1 

ข.   D4 กบั  D2 

ค.   D2 กบั  D1 

ง.   D4 กบั  D3 

7.4.20 นวงจรฟิลเตอร์(กรอง)ตวันาํท่ีใชเ้ป็นอิมพีแดนซ์ชนิดใด 

ก.   อมิพแีดนซ์แบ่งกระแส(ชันท์)เพ่ือต่อต้านการเปลีย่นแปลงต่างๆในกระแส 

ข.   อิมพีแดนซ์แบ่งกระแส(ชนัท)์เพ่ือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงต่างๆในกาํลงัดนั 

ค.   อิมพีแดนซ์อนุกรม เพ่ือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงต่างๆในกระแส 

ง.   อิมพีแดนซ์อนุกรม เพ่ือต่อตา้นการเปล่ียนแปลงต่างๆในกาํลงัดนั 

7.4.21 เพ่ือเป็นการกกั (สงวน) ประจุของมนัเอาไวต้วัเก็บประจุในฟิลเตอร์แบบเก็บประจุง่ายตอ้งมีค่าเวลาคงท่ีประจุท่ี

ยาวๆ และค่าเวลาคงท่ีสาํหรับคายประจุสั้นๆ 

ก.   ถูก 

ข.   ผิด 

7.4.22 ถา้คุณเพ่ิมค่าเก็บประจุข้ึนมา ค่า XC จะเพ่ิมข้ึน 

ก.   ถูก 

ข.   ผดิ 

7.4.23 เพ่ือใหไ้ดรั้บเอาทพ์ทุ ดี.ซี. ท่ีน่ิงคงท่ีจากวงจรตวัเก็บประจุแบบง่ายจะตอ้งมีประจุถึงค่ากาํลงัดนั ท่ีประยกุตภ์าย

ในช่วงท่ีเกือบจะเส้ียววนิาทีเท่านั้น (เร็วมาก) 

ก.   ถูก 

ข.   ผิด 

7.4.24 พจน์ (แฟคเตอร์) ใดต่อไปน้ี (ถา้มี) เป็นตวักาํหนดอตัราคายประจุ(ดีสชาร์จ) ของตวัเก็บประจุในวงจรฟิลเตอร์

วงจรน้ี 
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ก.   ค่าความต้านทานโหลด 

ข.   ปริมาณของกาํลงัดนั 

ค.   ชนิดของตวัเก็บประจุ 

ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

7.4.25 เรคติไฟร์แบบคร่ึง- คล่ืนตวัหน่ึงมีความถ่ีเอาทพ์ทุ 60 hertz ตวัเก็บประจุค่า 40 microfarads 1 ตวัและความ

ตา้นทานโหลดค่า 10 kilohms  1 ตวัค่า XC เท่ากบัเท่าไร 

ก.   133.3  ohms 

ข.   26.5 ohms 

ค.   66.3 ohms 

ง.   40.0 ohms 

7.4.26 เรคติไฟร์แบบคร่ึง- คล่ืนตวัหน่ึงมีความถ่ีเอาทพ์ทุ 120 hertz ตวัเก็บประจุค่า 25 microfarads 1 ตวัและความ

ตา้นทานโหลดค่า 10 kilohms  1 ตวัค่า XC เท่ากบัเท่าไร 

ก.   5.3 ohms 

ข.   53 ohms 

ค.   106 ohms 

ง.   1060 ohms 

7.4.27 ฟิิลเตอร์ชนิดใดเป็นฟิลเตอร์ในชุดจ่ายไฟท่ีเบ้ืองตน้มากท่ีสุด 

ก.   ตวัเกบ็ประจุ 

ข.   LC โช๊ค – อินพทุ 

ค.   LC คาปาซิเตอร์ – อินพทุ 

ง.   RC คาปาซิเตอร์ – อินพทุ 

7.4.28 ในวงจรหน่ึงๆท่ีมีตวัเก็บประจุเป็นฟิลเตอร์ 1 ตวัจะตอ้งต่อตวัเก็บประจุน้ีอยา่งไร 

ก.   อนุกรมกบัโหลด 

ข.   ขนานกบัโหลด 

ค.   อนุกรมกบัอินพทุ 

ง.   ถูกทั้ง ข และ ค 

7.4.29 ฟิลเตอร์แบบ LC โช๊ค – อินพทุ ถูกนาํมาใชก้บัการปรับคุมแบบใด 

ก.   ความถ่ี 

ข.   เฉพาะกระแสเท่านั้น 

ค.  เฉพาะกาํลงัดนัเท่านั้น 

ง.   กาํลงัดนัและกระแส 

7.4.30 ในวงจรฟิลเตอร์แบบ LC – โช๊คอินพทุ ตวัเก็บประจุ (ชาร์จ) ถึงค่าเฉล่ียของกาํลงัดนัอินพทุเท่านั้น  

ส่วนประกอบใดท่ีเป็นตวัขดัขวางไม่ใหต้วัเก็บประจุชาร์จจนถึงค่ายอดของกาํลงัดนัอินพทุ 

ก.   ไดโอด 

ข.   ตวัเก็บประจุ 

ค.   โช๊คฟิลเตอร์ 

ง.   ตวัตา้นทานโหลด 
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7.4.31 ในวงจรฟิลเตอร์แบบ LC โช๊ค – อินพทุ ถา้ยิง่ค่าเก็บประจุของตวัเก็บประจุมีค่ามากข้ึนก็ยิง่กรองไดดี้ข้ึนเท่านั้น 

ปัจจยัใดตอ่ไปน้ีท่ีเป็นขอ้จาํกดัหลกัต่อการมีตวัเก็บประจุท่ีมีค่าสูงสุดมาใชง้าน 

ก.   ราคา 

ข.   ความน่าเช่ือถือ 

ค.   การมีใชง้าน 

ง.   ขนาดทางกายภาพของมนั 

7.4.32 พิกดัค่าทัว่ไปท่ีเป็นธรรมดาท่ีสุด ในหน่วยเฮนร่ีสาํหรับโช๊คในชุดจ่ายไฟ คือ 

ก.   1 ถึง 20 

ข.   5 ถึง 25 

ค.   25 ถึง 30 

ง.   10 ถึง 200 

7.4.33 ถา้อิมพีแดนซ์ของโช๊คในฟิลเตอร์ แบบ LC โช๊ค – อินพทุ เพ่ิมข้ึน ริปเปิลจะ 

ก.   เพ่ิมข้ึน 

ข.   ลดลง 

ค.   กรอกตวั (ออสซิเลท) 

ง.   เหมือนเดิม 

7.4.34 เรคติไฟร์แบบเตม็ – คล่ืนตวัหน่ึงมีความถ่ีเอาทพ์ทุ 120 hertz โช๊คฟิลเตอร์ค่า 10 H 1 ตวั และความตา้นทาน

โหลด 1 ตวัค่า 10 kilohms ค่าXL เท่ากบัเท่าไร 

ก.   75 ohms 

ข.   7.5 ohms 

ค.   75 K ohms 

ง.   7.5 K ohms 

7.4.35 ตวัเก็บประจุฟิลเตอร์ในฟิลเตอร์แบบ LC โช๊ค - อินพทุไม่จาํเป็นตอ้งรับมือกบัการกระเพ่ือมอยา่งรุนแรงของ

กาํลงัดนัเพราะไดรั้บการป้องกนัท่ีจดัหามาโดยช้ินส่วนประกอบใด 

ก.   ตวัเก็บประจุแบ่งกระแส 

ข.   ตวัตา้นทานอนุกรม 

ค.   ตวัตา้นทานโหลด 

ง.   ตวัเหน่ียวนาํ 

7.4.36 การชอร์ทรอมในโช๊คของฟิลเตอร์แบบ LC โช๊ค - อินพทุอาจจะทาํใหค้่าของการเหน่ียวนาํลดลงตํ่ากวา่ค่า

วกิฤตเม่ือส่ิงน้ีเกิดข้ึน ปัญหาใดตอ่ไปน้ีอาจจะเกิดข้ึน 

ก.   การปรับคุม (เรคกเูลท) กาํลงัดนัแยล่ง 

ข.   แอมปลิจูดของริบเปิลสูงเกินไป 

ค.   กาํลงัดนัเอาทพ์ทุสูงจนผดิปกติ 

ง.   ถูกทุกขอ้ 

7.4.37 การใชฟิ้ลเตอร์แบบ RC ตวัเก็บประจุเป็นอินพทุ มีขอ้จาํกดัต่อสถานการณ์ใด 

ก.   เม่ือกระแสโหลดเยอะ 
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ข.   เม่ือกระแสโหลดนอ้ย 

ค.   เม่ือกาํลงัดนัโหลดเยอะ 

ง.   เมือกาํลงัดนัโหลดนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใชรู้ปท่ี 7-4 C เป็นภาพประกอบสาํหรับการตอบคาํถามในขอ้ 7-4-38 กบั 7-4-39  

      
    รูปท่ี 7-4 

7.4.38 ช้ินส่วนประกอบใดต่อไปน้ีมีอตัราเสียสูง 

ก.   C1 

ข.   C2 

ค.   R1 

ง.   RL 

7.4.39 ช้ินส่วนประกอบใดเป็นตวัป้องกนัต่อการกระเพ่ือมของกาํลงัดนัในวงจรน้ี 

ก.   C1 

ข.   C2 

ค.   R1 

ง.   RL 

ในคาํถามขอ้ 7-4-40 และ 7-4-41 ใชรู้ปท่ี 7-4 D เป็นภาพประกอบ 

   
   รูปท่ี 7-4 D 

7.4.40 ช้ินส่วนประกอบของ L1 และ C2 รวมตวักนัข้ึนเป็นวงจรชนิดใด 

ก.   เพ่ิมกาํลงัดนั เอ.ซี. เป็น 2 เท่า 

ข.   เพ่ิมกาํลงัดนั ดี.ซี. เป็น 2 เท่า 
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ค.   หารกาํลงัดนั เอ.ซี. 

ง.   หารกาํลงัดนั ดี.ซี. 

7.4.41 ถา้ช้ินส่วนประกอบของ L1 ชอร์ท (ลดัวงจร) กบัแกน สภาวะใดต่อไปน้ีจะเกิดข้ึน 

ก.   ความถ่ีริบเปิลเอาทพ์ทุตํ่า 

ข.   ความถ่ีริปเปิลสูงเกินไป 

ค.   เอาทพ์ทุสูงมากเกินไป 

ง.   ไม่มีเอาทพ์ทุ 

 

 

 

 

7.4.42 นตวัปรับคุมกาํลงัดนั เปอร์เซ็นตข์องการปรับคุมในขอ้ใดดีเลิศท่ีสุด 

ก.   1 

ข.   5 

ค.   3 

ง.   0 

ในคาํถามขอ้ 7-4-43 ถึงขอ้ 7-4-45 ใชสู้ตรต่อไปน้ีในการตอบคาํถาม 

 

เปอร์เซ็นตข์องการปรับคุม (เรคกเูลท) =      Eno load    -    Efull load    

     Efull load                    *100 

7.4.43 ถา้ชุดจ่ายไฟชุดหน่ึงผลิต 30 โวลท ์ขณะไม่มีโหลด และ 25 โวลท ์ภายใตโ้หลดเตม็ท่ี เปอร์เซ็นตข์องการปรับ

คุมคือ 

ก.   5 

ข.   10 

ค.   20 

ง.   30 

7.4.44 ถา้ชุดจ่ายไฟชุดหน่ึงผลิต 10 โวลท ์ขณะไม่มีโหลด และ 9 โวลท ์ภายใตโ้หลดเตม็ท่ี เปอร์เซ็นตข์องการปรับ

คุมคือ 

ก.   8 

ข.   9 

ค.   10 

ง.   11 

7.4.45 ถา้ชุดจ่ายไฟชุดหน่ึงผลิต 20 โวลท ์ขณะไม่มีโหลด และ 20 โวลท ์ภายใตโ้หลดเตม็ท่ี เปอร์เซ็นตข์องการปรับ

คุมคือ 

ก.   1 

ข.   2 

ค.   3 
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ง.   0 

7.4.46 ตวัปรับคุม(เรคกเูลท) กาํลงัดนัแบบเบ้ืองตน้ถูกจดัประเภทใหเ้ป็นทั้งอนุกรม หรือ ขนาน การแบ่งประเภทของ

พวกมนัน้ีกาํหนดโดยมีปัจจยัตวัใด 

ก.   ชนิดของอุปกรณ์ปรับคุมท่ีใช ้

ข.   ชนิดของการปรับคุมท่ีตอ้งการ 

ค.   ปริมาณของการปรับคุมท่ีตอ้งการ 

ง.   ตาํแหน่งของอุปกรณ์ปรับคุมทีสั่มพนัธ์กบัโหลด (RL) 

 

 

 

7.4.47 ตัวัปรับคุมกาํลงัดนัอนุกรมอยา่งง่ายถูกออกแบบมาใหท้าํงานเหมือนความตา้นทานชนิดใด 

ก.   ความตา้นทานค่าตายตวัอนุกรมกบัโหลด 

ข.   ความตา้นทานค่าตายตวัขนานกบัโหลด 

ค.   ความตา้นทานแปรค่าไดอ้นุกรมกบัโหลด 

ง.   ความต้านทานแปรค่าได้ขนานกบัโหลด 

7.4.48 ตวัเรคกเูลท (ปรับคุม) กาํลงัดนัถูกออกแบบมาจนถึงเปอร์เซ็นต ์สุทธิของกระแสท่ีไหลผา่นอุปกรณ์ปรับคุมได้

เท่าไร 

ก.   25 

ข.   50 

ค.   75 

ง.   100 

 

7.4.49 เม่ือตวัปรับคุมกาํลงัดนัอนุกรมถูกใชเ้พ่ือควบคุมกาํลงัดนัเอาท ์พทุ การเพ่ิมข้ึนใดๆ ก็ตามในกาํลงัดนัอินพทุจะ

มีผลทาํให ้

ก.   กาํลงัดนัตกคร่อมความตา้นทานโหลดลดลง 

ข.   กาํลงัดนัตกคร่อมซีเนอร์ไดโอดเพ่ิมข้ึน 

ค.   ความตา้นทานของอุปกรณ์ปรับคุมลดลง 

ง.   ความตา้นทานของอุปกรณ์ปรับคุมเพ่ิมข้ึน 

 

คาํถามขอ้ 7-4-50 ถึง 7-4-52 ใชรู้ปท่ี 7-4 E เป็นภาพประกอบ 
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  รูปท่ี 7-4 E 

7.4.50 ไบแอสเบส – อีมิเตอร์ คร่อมQ1 ถูกกาํหนดโดยส่วนประกอบใด 

ก.   R1 กบั CR1 

ข.   R1 กบั RS 

ค.   RS กบั CR1 

ง.   RS กบั RL 

7.4.51 อะไรจะเกิดข้ึนกบัไบแอสถูกทางของ Q1 (ถา้มี) เม่ือกาํลงัดนัอินพทุเพ่ิมข้ึน 

ก.   มนัจะเพ่ิมข้ึน 

ข.   มนัจลดลง 

ค.   ไม่มีอะไรเกิดข้ึน  เป็นเหมือนเดิม 

7.4.52 เม่ือกระแสโหลดเพ่ิมข้ึน และกาํลงัดนัเอาทพ์ทุตกลงชัว่คราว อะไรจะเกิดข้ึนกบัความตา้นทานของ Q1 (ถา้มี) 

ก.   มนัจะเพ่ิมข้ึนเพ่ือชดเชยกบัการตกลงไป 

ข.   มนัจะลดลงเพ่ือชดเชยกบัการเปล่ียนแปลงน้ี 

ค.   ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ทุกอยา่งเหมือนเดิม 

7.4.53 การอ่านค่าท่ีแอมป์มิเตอร์จะตอ้งเป็นแบบใดถึงจะแสดงวา่ตวัปรับคุมกระแสกาํลงัทาํงานอยา่งถูกตอ้ง 

ก.   น่ิงคงท่ี 

ข.   ช้ีไปในทิศทางลบ 

ค.   ช้ีไปในทิศทางบวก 

ง.   แกวง่อยูแ่ถวๆ ตรงกลางสเกล 

7.4.54 ขอ้ดอ้ยใหญ่ๆของการมีการปรับคุมกระแสท่ีดี คือ การปรับคุมกาํลงัดนัแยม่าก 

ก.   ถูก 

ข.   ผดิ 

7.4.55 เพ่ือรักษากระแสไหลอยา่งน่ิงคงท่ี เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนของความตา้นทานโหลด (RL) ค่าความตา้นทานแปรค่าได ้

(RV) ตอ้งชดเชยต่อการเปล่ียนแปลงน้ีโดย 

ก.   การเพ่ิมค่าความตา้นทานของมนั 

ข.   การลดค่าความตา้นทานของมนั 

ค.   อยูเ่ฉยๆ 

7.4.56 การลดลงของไบแอสถูกทาง ของรอยต่อ เบส – อีมิเตอร์ มีผลกระทบใดต่อความตา้นทานของทรานซิสเตอร์ 

ก.   ค่าความต้านทานเพิม่ขึน้ 

ข.   ค่าความตา้นทานลดลง 

ค.   น่ิงไม่มีผลใดๆ 

7.4.57 ตวัทวคูีณกาํลงัดนั (Voltage multipliers) ถูกนาํมาใชเ้พ่ือพฒันากาํลงัดนัชนิดใดข้ึนมา 

ก.   กาํลงัดนัตํ่าท่ีซ่ึงกระแสตํ่าเป็นท่ีตอ้งการ 

ข.   กาํลงัดนัตํ่าท่ีซ่ึงกระแสสูงเป็นท่ีตอ้งการ 

ค.   กาํลงัดนัสูงทีซ่ึ่งกระแสตํา่เป็นทีต้่องการ 

ง.   กาํลงัดนัสูงท่ีซ่ึงกระแสสูงเป็นท่ีตอ้งการ 

7.4.58 การจาํแนกประเภทตวัทวคูีณกาํลงัดนันั้นข้ึนอยูก่บัอตัราในขอ้ใด 
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ก.   กระแสอินพทุ ต่อ กระแสเอาทพ์ทุ 

ข.   กระแสอินพทุ ต่อ กาํลงัดนัเอาทพ์ทุ 

ค.   กาํลงัดนัเอาทพ์ทุ ต่อ กาํลงัดนัอินพทุ 

ง.   กาํลงัดนัอินพทุ ต่อ กระแสเอาทพ์ทุ 

7.4.59 ตวัเพ่ิมกาํลงัดนัเป็น 2 เท่าแบบคร่ึง – คล่ืน (half-wave voltage doubler)ประกอบดว้ยเรคติไฟร์คร่ึง – คล่ืนก่ีตวั 

ก.   1 ตวั 

ข.   2 ตวั 

ค.   3 ตวั 

ง.   4 ตวั 

7.4.60 วงจรเรคติไฟร์แบบคร่ึง – คล่ืน 1 วงจรถูกเพ่ิมเขา้มาในวงจรเพ่ิมกาํลงัดนัเป็น 2 เท่าแบบคร่ึง- คล่ืน  วงจร

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเป็นอยา่งไร 

ก.   เพ่ิมกาํลงัดนัไดอี้กเท่าตวั 

ข.   เพ่ิมกาํลงัดนัเป็น 3 เท่า 

ค.   เพ่ิมกาํลงัดนัไดเ้ป็น 4 เท่า 

ง.   เพ่ิมกาํลงัดนัไดเ้ป็น 5 เท่า 

7.4.61 วธีิใดต่อไปน้ีถูกนาํมาใชโ้ดยผูผ้ลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือลดคา่ใชจ่้ายของสายไฟลงได ้

ก.   การต่อกราวดเ์อาทพ์ทุของชุดจ่ายไฟลงแท่นเคร่ือง 

ข.   การต่อกราวดด์า้นรีเทิร์น (Return  side) ของทรานฟอร์มเมอร์จ่ายไฟลงแท่นเคร่ือง 

ค.   การต่ออุปกรณ์ทั้งหมดทุกตวัขนานกนั 

ง.   การต่ออุปกรณ์ทั้งหมดทุกตวัอนุกรมกนั 

7.4.62 เม่ือกาํลงัดนัทาํงานกบัอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์  ช่างควรตอ้งมัน่อ่านหรือ สงัเกต ขอ้ควรระมดัระวงัเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัความปลอดภยัขอ้ใด 

ก.   ตอ้งมัน่ใจวา่อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์นั้นๆ ต่อลงกราวดไ์วอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ข.   ตอ้งมัน่ใจวา่อุปกรณ์ทดสอบไดต้่อลงกราวด์ๆ ไวอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ค.   ตอ้งมัน่ใจวา่ผา้ยางปูรองพ้ืนอยูใ่นสภาพดี 

ง.   ถูกทุกข้อ 

7.4.63 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นวธีิการเช็คท่ีแพร่หลายท่ีสุดสาํหรับการทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

ก.   ดมกล่ิน 

ข.   สายตา 

ค.   ไล่สญัญาณ 

ง.   ถูกทั้งขอ้ ข และ ค. 

7.4.64 การต่อใดๆก็ตามท่ีซ่ึงอยูใ่กลก้บัแท่นเคร่ืองหรือใกลก้บัขั้งอ่ืนๆทั้งหมด ควรจะตอ้งมีการตรวจสอบถึงความ

เป็นไปไดข้องปัญหาใดท่ีจะเกิดข้ึน 

ก.   การเปิดวงจร 

ข.   การชอร์ท 

ค.   ความตา้นทานตํ่า 

ง.   ความตา้นทานสูง 
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7.4.65 ถอ้ยคาํใดต่อไปน้ีท่ีเราควรตอ้งกล่าวเม่ือพบวา่ทรานฟอร์มเมอร์ตวัหน่ึงสีจางหายไปหมด หรือ ร่ัว 

ก.   มนัทาํงานได ้

ข.   มนัแตก 

ค.   มนัชอร์ท 

ง.   มนัขาด 

 

7.4.66 ถ้้าคุณเป็นช่าง และคุณสงัเกตเห็นตวัตา้นทานตวัหน่ึงสีหายหมด และดาํเกรียม สภาวะใดต่อไปน้ีน่าเป็นสาเหตุ

ของความเสียหายมากท่ีสุด 

ก.   โอเวอร์โหลด 

ข.   เปิดวงจร 

ค.   อุหภูหมิแวดลอ้ม 

ง.   ผิดทุกขอ้ 

7.4.67 คุณอยใูนขบวนการของการกระตุน้ใหชุ้ดจ่ายไฟชุดหน่ึงทาํงาน คุณไดย้นิเสียงเดือด หรือ สาํลกั และสงัเกตุ

เห็นควนัดาํพุง่ออกมาจากส่วนใดส่วนหน่ึงของชุดจ่ายไฟ คุณควรปฏิบติัอยา่งไรเป็นอยา่งแรก 

ก.   เลกิชุดจ่ายไฟทนัที 

ข.   ตรวจสอบบริเวณท่ีมีปัญหา 

ค.   เอาช้ินส่วนท่ีเสียออก 

ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 

7.4.68 ขอ้ใดต่อไปน้ี(ถา้มี) เป็นวธีิท่ีรวดเร็วท่ีสุดและแม่นยาํท่ีสุดสาํหรับการทดสอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ก.   ทดสอบควนั 

ข.   ทดสอบดว้ยสายตา 

ค.   ไล่สญัญาณ 

ง.   ไม่มีขอ้ใดถูก 
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